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Vorwort 


Der vorliegende Band Ausländische Röhren und Halbleiterbau- 
elemente - Teil III bedarf keiner längeren Einführung, da die 
ersten beiden Bände des genannten Titels beim Leser gute 
Aufnahme fanden. 

Es wäre falsch, in den Broschüren zu diesem Thema ein 
Universalnachschlagewerk erblicken zu wollen. Diesen An- 
spruch kann man schon deshalb nicht erheben, weil ständig 
neue Halbleiterbauelementetypen entwickelt werden. Was 
heute noch neu ist, wird zu einem späteren Zeitpunkt längst 
bekannt bzw. überholt sein. Im allgemeinen erhält der Ama- 
teur nicht immer das Neueste, und so ist zu hoffen, daß die 
Angaben und Hinweise im vorliegenden Teil der Broschüre 
so gute Dienste leisten wie die ersten beiden Teile. 

Mit diesem Teil wird vorerst die Veröffentlichung von Daten 
ausländischer Röhren und Halbleiterbauelemente abgeschlos- 
sen. Das ständige Informieren über neue Bauelemente, 
speziell Transistoren, ist Aufgabe der Fachpresse. 

Allen Mitarbeitern der Halbleiterindustrie des In- und Aus- 
lands, die mir behilflich waren, möchte ich bei dieser Gelegen- 
heit meinen herzlichen Dank sagen. 


Berlin-Adlershof, Frühjahr 1969 Klaus К. Streng 


1. Elektronenröhren 


Wie nicht anders zu erwarten, nimmt die Zahl der Neu- 
erscheinungen bei den Elektronenröhren für Empfänger ge- 
genüber denen bei Halbleiterbauelementen jährlich ab. So 
verwundert es nicht, daß in dieser Broschüre nur wenige 
neue Röhrentypen angeführt werden. 

Für die Konsumgüterelektronik sind es vor allem die Röhren 
der 500er-Reihe (Tabelle 1.1.) und der 800er-Reihe (Tabelle 
1.2.), dieauch den Amateur interessieren. Sie werden teilweise 
auch von unserer Industrie hergestellt bzw. durch unseren 
Handel vertrieben. Kommerzielle Röhren und Nuvistoren 
fanden keine Aufnahme in den Ausländischen Röhren und 
Halbleiterbauelementen. Diese Entscheidung ist anfechtbar. 
Zu ihren Gunsten spricht jedoch, daß nur sehr wenige Leser 
für ihr privates Hobby mit derartigen Röhren zu tun haben 
werden. Diese seltenen Fälle würden den Aufwand nicht 
rechtfertigen, umfangreiche Daten zu sammeln — von denen 
man die meisten wohl nie benötigt. 

Viele sowjetische Röhren wurden seit dem Erscheinen des 
Teil II dieses Broschürentitels herausgebracht. Tabelle 1.3. 
nennt die Daten der wichtigsten. 

Die Sockelschaltungen der in dieser Broschüre enthaltenen 
Elektronenröhren werden in der gleichen Weise (Tabelle 1.4.) 
wie in den anderen Teilen dieses Broschürentitels erläutert. 
Diese Form hat sich gut bewährt. Bild 1.1. zeigt nochmals 
die Sockel der Röhren mit Angabe der Nummern der ein- 
zelnen Sockelstifte. Diese Nummern entsprechen den inter- 
nationalen Bezeichnungen, und der Leser tut gut daran, sie 
sich einzuprágen. 

Den Abschluß dieses Abschnittes bildet eine Äquivalenzliste 
der Elektronenróhren. Bei ihrer Durchsicht stellt man fest, 
daß manche ausländische Röhre mit einer Röhre unserer 
Produktion identisch ist. 
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Bild 1.1. Sockelschaltungen von Elektronenröhren 


1.5. Röhrenäquivalenzliste 


Tabelle 15. Röhrenäquivalenzliste 








Röhre Äquivalenz- Band/Seite Röhre Äquivalenz- Band/Seite 
typ typ 

1АВ6 рк 905 1/22 6AL5 EAA 91* 12% 

1АС6 DK 92 1/22 6408 ECC 85* 

1АН5 DAF 96% 1/22 6AT6 EBC 90 1/27 

1А]4 ΡΕ 96% 1/22 6 АУб ЕВС 91 1/28 

1АМ5 DF 97 6 B32 EAA 91* 

1M3 DM 70** 6 B32 EAA 901S 

1N3 DM 71** 6 ВС 32 ЕВС 91 

165 ОК 91 1/22 6BD7A ЕВС 81 HEI 

152 DY 865 6BK6 EBC 91 1/80 

152А ΡΥ 875 6В1.8 ЕСЕВО 

155 DAF 91 1/22 6 ВМ 8 ECL 82* 1/30 

114 DF 91 1/22 6BQ5 EL 84* 1/30 

104 DF 904 1/22 6BQ7 ECC 180 

1Х2А ру 80 6BR5 EM 80* 1/80 

ЗАВ4 PC 92* 

3C4 DL 96* 1/23 6BX6 EF 80** 1/31 

354 DL92 1/23 6BX7 ЕЕ 855 1/31 

3V4 DL 94* 1/23 6C4 EZ81* 1/31 

4CM4 PC 86* 6 СА4 EZ81* 1/31 

414 ` PC 885 6 СА? EL 34* 1/31 

БАКА GZ 34 6 СС 31 ЕСС 91 1/44 

6АВ4 EC 92* 1/26 6СС40 ЕСС 82* 

6AB8 ECL 80 1/26 6CF8 EF 86* 1/32 
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Röhre Aquivalenz- Band/Seite Röhre Aquivalenz- Band/Seite 
typ typ 
бАҒ4 ЕС 94 1/26 6 CCH ECC air 1/44 
6AJ8 ECH 81* 1/26 6 CC43 ECC Во" 
6 AK 8 ЕАВС80% 1/27 6CK6 EL 803 111/11 
6AL3 ЕҮ 88* 6CJ5 ЕК41 11/17 
6CJ5 EL 41 1117 6F32 EF 95* 
6 CM4 ЕС86* 1/32 6GM8 ECC 86 
6056 EH 905 6 GW8 ECL 863 
6 СТ? БАР 42 11/17 6 СХ 8 ЕАМ 86 
6 CU 7 ЕСН 42 11/17 6 H31 ЕК 90 1/45 
6СУ7 ЕВСА 11/17 6 HU6 EM 87 
6CW5 EL 86* 1/33 616 ЕСС 91** 1/34 
6 СУУ? ECC84* 1/38 6 ] №8 ЕСЕ 802 
653 ЕАА 901 $ 61.31 ΕΙ. 90 1/45 
6 РА 5 ЕМ 81 1/88 61.40 EL 843 
6DA6 EF 89* 1/34 6LD13 EBC81 
6DC8 EBF 89* 6N8 EBF 80* 
6DJ8 ЕСС88* 652 ΕΥ 863 
6р1.4 ЕС 88 1/34 652A ΕΥ 87" 
6 1.5 EL 955 618 ЕАВС 80" 
6DR6 EL 81* 608 ЕСЕ 82* 1/35 
6DR8 EBF 83 609 ЕСЕ 201 11/16 
6р58 ЕСН 83 6V 4 EZ 80% 
6 DU 8 EM85 6У9 ЕСН 200 11/16 
6DX8 ECL 84* 6х2 EY 51* 
6ЕН? ЕЕ 183% 6Х4 Е2 90 
GEI? EF 1843 6х9 ЕСЕ 200 11/16 
6 Е56 ЕЕ 97 6X5G EZ 85 1/35 
6Ε5 8 Е СС189 6274 Е291 
6 ЕТ6 EF98 12 АТ? ЕСС 81* 
6F22 ЕЕ806 5* 111/11 12 АТТ ВА ЕСС8015 1110 
6 Е8і ΕΕ 83 19 AU? ECC82* 
6 FG6 EM 84* 12AU7TA ЕСС8025 111/1 
Röhre Äquivalenz- Band/Seite 
typ 
12 АЮ 7 WA ЕСС 801$ 1110 
12 AX 7 ECC83* 
6A2 EK 90 1/37 
бАЖЬ ЕЕ 96** 1/37 
6ЖІП ЕК 9% 1/37 
6K3TI EF 96** 1/38 ! 
вжап ЕК 94 1/38 
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Röhre 


Äquivalenz- Band/Seite 





typ 
6)K6I]  ECC91** 1/38 
вИ1П ЕСН 81* 1/39 
вкап ΕΕ 93 1/39 
вкап ΕΕ 93 1/39 
6Η14Π — EL84* 1/40 
6ӨНІ5П ЕСС91* 1/41 
enirn EL84* 141 
6П18П ELSE 1/41 
вФіП ЕСЕ 80 1/42 


*wird auch in der DDR gefertigt 


**wurde auch in der DDR gefertigt 


Unter Band/Seite ist vermerkt, wo die genannte Röhre in den Broschüren Aus- 


ländische Röhren und Halbleiterbauelemente - Teil I bis III erscheint. 


2.  Halbleiterdioden 


21. Z-Dioden 


Unsere eigene Halbleiterindustrie stellt ein Sortiment von 
Z-Dioden her, das in der Spannungsreihe bis etwa 25 V allen 
üblichen Anforderungen genügt. Schwierig ist lediglich, den 
Ersatztyp aus unserer Produktion zu finden, der dem Origi- 
naltyp in seinen Daten am nächsten kommt. Die Z-Dioden 
verschiedener Hersteller — obwohl in den Daten oft einander 
sehr ähnlich — tragen die verschiedenartigsten Bezeichnungen. 
In den Tabellen 2.1. bis 2.3. werden die Daten der wichtigsten 
Z-Dioden genannt. 


Tabelle 2.1. Z-Dioden aus der UdSSR 











Typ Uz TZ,max Iz,max 
in V inQ i 
Das 7... 8,5 6 88 
Д809 8... 95 10 29 
-10,5 4 2 
Д 810 9---10,5 12 6 
дви 10...12 23 23 
Д 813 1,5 3314 18 20 
A814 A 7 8,5 6 40 
ДБ 8... 95 , 10 36 
Da4p 9... 10,5 12 32 
4 +12 5 2 
Asur 10... 1 15 9 
дзид 115...14 18 24 
Д 815 А 5,6 06 1000 
Д 815 Б 6,8 0,8 1000 
Д815В 8,2 1,0 1000 
JA815 Γ 10 1,8 500 
Д815Д 12 2,0 500 
Д 815 Е 15 2,5 500 
Д 815 18 8,0 500 
Д816 A 22 7 150 
Ası6B 27 8 150 
Д 816 B 33 10 150 
Aser 39 12 150 
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Тур Us 77, тах 12, тах 
in V in Q inmA 
Д816Д 47 15 150 
Д 817 A 56 35 50 
Д817Б 68 40 50 
A817B 82 45 50 
A 857r 100 50 50 
A818 A 9 25 33 
Д 818 Б 9 25 33 
Д 818 В 9 25 33 
Isar 9 25 33 
KC 133 A 3,3 65 81 
KC139 А 3,9 60 80 
КС 147 A 4,7 56 78 
KC 156 A 5,6 55* 46 
КС 168 А 6,8 45% 98 
KC211B 11 15 33 
KC211B 11 15 ӛз 
КС2аГ 11 15 33 
KC211 0 11 15 33 
KC 620 A 120 150 42 
KC 630 A 130 180 38 
KC 650 A 150 255 33 
KC 680 A 150 230 28 
*ge messen bei Iz == 10 mA 
Tabelle 2.2. Z-Dioden von Tesla (ČSSR) 
a) Verlustleistung 280 mW (5 W*) bei 45 °С. 
Typ Uz TZ,max Iz,max 
in V inQ in mA 
KZ 721 5,8... 7,8 10 36 
KZ 722 7,0... 9,4 10 30 
К2 723 8,6... 11,3 20 23 
К2 724 10,2... 14,0 50 20 
К2271 5,8... 7,5 8 36 
KZZ 72 7,0... 85 6 33 
KZZ 73 8,0... 9,5 10 30 
KZZ 74 9,0... 10,5 12 26 
KZZ 75 10,0... 12,0 15 23 
KZZ 76 11,2... 14,0 18 20 





* mit Kühlfläche 60 mm x 60 mm x 2mm А1 
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b) Verlustleistung 1,25 (5%) W bei 45 °С. 








Тур Uz TZ,max IZ,max 17 max" 
in V то inmA in mA 
1 NZ 70 5 6 9 230 790 
2 NZ 70 6..7 9 800 700 
3 NZ 70 7 8 2 180 640 
4 NZ 70 8 9 2 170 590 
5 NZ 70 88--.( 4 180 460 
6 NZ 70 11 18,5 7 110 340 
7 №2 70 13,5... 16,5 11 9% 300 
8 NZ 70 16,2...20 18 70 250 





* МЕ Aluminiumkühlflügel 60 mm x 60 mm x 2 mm beim 1,25-W-Typ, 100 mm 
x 100mm x 2mm beim 10-W-Typ 


c) Verlustleistung 2,6 (10*) W bei 25 °C. 








Typ % TZ,max Iz,max IZ, max" 
in V inQ in mA in mA 
К2703 6 +78 1 320 1300 
KZ 04 7 9,2 270 1100 
К2 705 8 10,2 210 970 
KZ 706 9,4 11,6 2 210 850 
KZ 707 10,6 ·· · 13,2 2) 190 750 
KZ 708 12 --. 14,8 2 170 670 
KZ 709 13,6... 16,8 3 150 600 
KZ 710 15,2... 19 9 135 530 
К2 711 16,8... 21 3 120 470 
К2712 19 ---23,6 3 105 420 
К2 713 21,6---26,6 3 95 370 
К2714 24,2...29,8 4 85 330 
KZ 715 27 2.33 4 75 300 





* Mit Aluminiumkühlflügel 60 mm x 60mm x 2 mm beim 1,25- W-Typ, 100 mm 
X 100mm x 2 mm beim 10-W-Typ 


Tabelle 2.3. Z-Dioden westeuropüischer kapilalistischer Staaten 
a) Alte Z-Dioden von Telefunken 








Typ 97 rg bei 
in V Iz = 5 mA, Q 
OA 126/5 4,4... 5,6 45 
ОА 135/6 5,4... 6,6 27 
OA 126/7 6,4... 76 4,5 
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Тур σσ rg bei 





inV 17 = 5 mA,Q 
OA 126/8 7,4--- 8,6 2,6 
ОА 126/9 8,4... 9,6 4,4 
ОА 126/10 9,4... 10,6 7 
ОА 126/11 10,4:::11,6 10,5 
ОА 126/12 114... 12,6 15 
ОА 126/14 12,4. -- 16,1 22 
OA 126/18 15,9 ++ 20,1 24 


Die Verlustleistung aller Z-Dioden darf 250 m\V bei Temperaturen bis 45 °C 
betragen. 





b) Alte Z-Dioden von Siemens 





Typ Ug + 0,6 V rg bei 





12 -5шА,0 
525 5 < 80* 
SZ 6 6 < 20% 
527 7 < 15* 
SZ 8 8 < 15 
529 9 < 20 
SZ 10 10 < 5 
5211 11 < 85 
SZ 12 12 « 40 
SZ 13 13 « 50 
SZ 14 14 « 65 
SZ 15 15 « 80 
SZ 16 16 « 95 
SZ17 17 « 105 
SZ 18 18 < 125 
SZ19 19 « 145 


SZ 90 20 « 105 





* bei Iz — 20 mA 
Die Verlustleistung aller Z-Dioden darf bei 25 °С 250 mW in freitragender Ве- 
festigungsart und bei Chassismontage 500 mW maximal betragen. 


c) Z-Dioden von Telefunken 





Typ Uz гу, bei 


17 = 50 mA 
пу in Q 
BZY 14 5,0 6,2 ч 5 
В2Ү 15 6,1 7,5 < 3 
В2Ү 16 ΤΑ 9,1 < 4 





Тур Uz rg bei 





lg = 50 тА 
in V іп 0 
В2Ү 17 9,0... 110 < 75 
В2Ү 18 10,8... 13,3 < 13 
ΒΖΥ 19 13,2... 16,3 < 25 
В2Ү 20 16,2...20,0 < 40 


В2Ү 21 19,8...24,0 < 60 





Die maximale Verlustleistung aller Dioden darf bei 45 °С іп freitragender Bau- 
weise 400 mW, mit Aluminiumkühlblech (100 mm x 100 mm x 2 mm) 3500 mW 
betragen. 


d) Z-Leistungsdioden von Siemens 








Typ Uz rz bei 
Iz = 50mA 
іп У по 
SZL 6 5,4... 6,6 < 3,0” 
521.7 6,4:-: 76 < 2,5 
521.8 | 7,4." 8,6 < 3,5 
571.9 8,4... 9,6 < 3,5 
571, 10 9,4---10,6 < 8,5 
521.11 10,4---11,6 < 5,0 


571.12 114.::126 <6,0 





Die maximale Verlustleistung darf bei 25 °C іп freitragender Bauweise 1,25 W 
betragen, bei Chassismonta ge 14 W. 
* Bei Iz = 100 mA 


e) 2-Шо4еп von SGS Fairchild 








Тур 05-59 rz bei 17 
in V шо іп mA 

В2Х 10 6,2 7,0 20,0 
BZX 11 6,8 5,0 20,0 
ΒΖΧ 12 7,5 6,0 20,0 
BZX 13 8,2 8,0 20,0 
ΒΖΧ 14 9,1 10,0 20,0 
В2Х15 10,0 17,0 20,0 
ΒΖΧ 16 11,0 9,5 11,5 
вах 17 12,0 115 10,5 
ΒΖΧ 18 13,0 13,0 9,5 
BZX 19 15,0 16,0 85 
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Тур Uy - δ rz bei Iz 








in V in Q in mA 
BZX 20 16,0 17,0 7,8 
BZX 21 15,0 21,0 7,0 
BZX 22 20,0 25,0 6,2 
BZX 23 22,0 29,0 5,6 
BZX 24 24,0 33,0 5,2 
BZX 25 27,0 41,0 4,6 
BZX 26 30,0 49,0 4,2 


BZX 27 33,0 58,0 3,8 





1) Z-Dioden von Intermetall 


Von Intermetall gibt es mehrere Z-Diodenserien, wobei der 
Mittelwert der Z-Spannung Uz aus der Zahl in der Bezeich- 
nung hervorgeht. Es gibt folgende Serien: 


Z^" bzw. Zn K, Z-Diode mit 250 mW Verlustleistung in 
freitragender Montage bzw. 350 mW mit Kühlschelle und 
Kühlblech aus Aluminium (20 mm x 40 mm х 1 mm). 
Beispiel 

Z 7 К ist eine Z-Diode für 7 bis 8 V. 


ZF n, Z-Diode mit 400 mW Verlustleistung in freitragender 
Bauweise. Die Kennzeichnung erfolgt ähnlich der Reihe Z я. 


Beispiel 

ZF 7,5 ist eine Z-Diode für 7,1 bis 7,9 V. 

ZD n, Leistungs-Z-Diode mit 1,1 W Verlustleistung in frei- 
tragender Bauweise. 

Beispiel 

ZD 10 ist eine Leistungs-Z-Diode für 9,4 bis 10,6 V. 

ΖΕ», Leistungs-Z-Diode mit 1,3 W Verlustleistung in frei- 
tragender Montage bzw. 10,7 W mit Aluminiumkühlblech 
(100 mm 100 mm x 2 mm). 

Beispiel 

ZL 4,7 ist eine Leistungs-Z-Diode für 4,1 bis 5,2 V. 

ZM n, Leistungs-Z-Diode, 1,1 W in freitragender Montage. 
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Beispiel 

ZM 12 ist eine Leistungs-Z-Diode für 10,7 bis 13,4 V. 

ZX и, Leistungs-Z-Diode, 1,3 W іп freitragender Montage 
bzw. 10,7 W mit Aluminiumkühlblech (100 mm х 100 mm 
x 2 mm). 

Beispiel 

ZX 18 ist eine Leistungs-Z-Diode für 16,8 bis 19,0 V. 

Alle Verlustleistungen sind Maximalwerte und gelten bis zu 
Temperaturen von 45 °С. 


g) Z-Dioden einiger franzósischer Hersteller 





Typ гу, bei 

















Uz І; : 1mA 

in V шо 
В2Ү 56 370 
В2Ү 57 860 
BZY 58 280 
В2Ү 59 200 
В2Ү 60 64-12 5 
BZY 61 7409 8 
BZY 62 7,52-- 9,7 62 
BZY 63 8,6 ---9,6 8 
Typ 02 

іп У 

В2Ү 64 3,3... 5,0 | 
В2Ү 65 4,4... 6,0 
В2Ү 66 5,3... 73 | 
В2Ү 67 6,4... 9,7 
В2Ү 68 1 106 1 Maximale Verlustleistung bei 15 °С. 
В2Ү 69 9,4... 15 ( Pe max = 230 mW 
BZZ 10 5,3... 6,6 
BZZ 11 58: 72 
BZZ 12 6,4... 79 | 
BZZ 13 7,1... 8,7 
BZZ 14 5,5... 6,3 
BZZ 15 5,8... 6,8 
BZZ 16 6,4... 7,4 
BZZ 17 1,2... 8,8 р Maximale Verlustleistung bei 45 °С, 
BZZ 18 78: 9,0 | Py,max = 1500 mW 
BZZ 19 8,8-:-10,0 
BZZ 90 9,6... 11,0 | 
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Тур Uz 
in V 
BZZ 21 10,4 11,6 | 
BZZ 22 11,4... 12,6 
В22 23 12,4-..14,1 | 
BZZ 24 18,9... 15,6 d ç БЭЛ 
я - П Maximale Verlustleistung bei 45 °C. 
BZZ 25 15, 17,1 Р = 1500 mW 
BZZ 26 16,9: 19,1 уша 
BZZ 27 18,9...21,2 
BZZ 28 20,8... 23,3 
BZZ 29 22,7... 25,9 
бу, Тур Iz,max Тур Ід,тах Typ Iz,max 
in V in mA in mA in mA 
5,6 1 N 708 40,3 
6,8 1N 710 33,5 1N97A 55 
8,2 1 N 718 27,5 1М959А 44 
10 1N 714 22,7 1№ 961 А 36 ΙΝ 3020 А 91 
12 1 Ν 716 19,2 1Ν 963 A 81 1 N 3022 А 77 
15 1 N 718 15,6 1 Ν 965 À 25 1 N 3024 А 62 
18 1 N 720 12,5 1 N:967 À 20 1 N 3026 А 50 
22 1 N 722 10,4 1 N 969 A 16,6 1 N3028 А 41 
27 1 Ν 724 8,3 1N971A 18,3 1 Ν 3030 A 33 
88 ТМ 726 6,9 1N973A 11,1 1 Ν 3032 А 28 
39 1М 728 5,8 1М975А 9,3 1М 3034 A 23 
47 1 N 730 4,9 1N977A 7,7 ΙΝ 3086 А 19 
56 1 N 732 4,0 1№979 A 6,4 1 N 3038 A 16 
68 1 Ν 734 3,3 1N981A 5,8 1 N 3040 A 13 
82 1Ν 736 2,7 1N 983 A 4,4 1 N 3042 A 11 
100 1 N 738 2,2 1N 95 А 3,6 1 N 3044 A 9,1 
120 1 Ν 740 1,9 1 N 937 A 8,1 1 N 3046 A 7,7 
150 1 Ν 742 1,5 1М989А 2,5 1 Ν 3048 А 6,2 
180 1 Ν 744 1,25 1М991А 2,0 1М 3050 A 5,0 
Typ ‚ Од 
in V 
OAZ 200 44650 
ОА2 201 48::: 54 
OAZ 202 5,3... 6,0 
ОА2 208 5,8... 6,6 
ОА2 204 6,4...7,2 
ОА? 205 7, "78 Maximale Verlustleistung bei 45 °С. 
OAZ 206 7,2: 8,7 Ру, тах = 260 mW 
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Тур 


ОА2 207 
ОА? 208 
ОА2 209 
ОА2 210 
ОА2 211 
ОА2 212 
ОА? 213 


in V 

8,6... 9,6 
3,3... 50 | 
4,4... 6,0 
5,3... 7,9 d 
6,4... 87 
7,7529 94 
9,4... 15,0 


Maximale Verlustleistung bei 45 °C, 


Py,max = 360 mW 





h) Moderne Gemeinschaft sent wicklung verschiedener Her seller 


Die Bezeichnung der Z-Dioden beginnt mit den Buchstaben В... BZZ. Es 
folgt die Serien num mer und ein schräger Strich. Die folgende Zahl gibt die ab- 
gerundete mittlere Z-Spannung in V an. Hinter dem Buchstaben V folgt die De- 
zimale der Z-Spannung. 


Beispiel 


BZY 83/06 V 8 ist eine Z-Diode für 68 V Z-Spannung. 


Folgende Z-Diodenserien gelten als bekannt: 


BZX 29 
BZY 78 
BZY 83 
BZY 85 
BZY 88 
BZY 91 
BZY 92 
BZY 93 
BZY 94 
BZY 95 
BZY 96 


Z-Dioden іп Glasgeháuse, tamb = 25 °С, 


Z-Dioden in Glasgeh áuse, 


Z-Dioden in Metallgehäuse, Ти < 45 °С, 


Z-Dioden in Glasgehäuse, 
Z-Dioden in Glasgehäuse, 


Z-Dioden in Metallgehäuse, Та = 65 °C, 
Z-Dioden in Metallgehäuse, Ти = 45 °C, 
Z-Dioden in Metallgehäuse, Ти < 65 °C, 


Z-Dioden in Glasgehäuse, 


Z-Dioden in Metallgehäuse, Tu S 45 °C, утах, = 
Z-Dioden in Metallgehäuse, Ті € 45 °C, Ру шах = 


2.2. Tunneldioden 


Ти € 2526, 


v,max 
ЕЕ 
Ти € 45 °С, Py max 
s 
Ти £ 25 °С, Py max 


Tu € 45 °С, 


IO Ὅ 
< 
B 
Б 
я 
1-1 
ГЭ 
© 
B 
z 


"YOU CU 5 Ὁ tg Ὁ ο 
E 
EB 
я 


Obwohl Tunneldioden seit ihrem „Höhepunkt“ Anfang der 
sechziger Jahre viel an Bedeutung verloren, findet der Ama- 
teur in der ausländischen Literatur immer noch Schaltungen 


mit ihnen, die er nachbaut. 


In den Tabellen 2.4. und 2.5. 


werden die Daten der wichtigsten Tunneldioden verschiede- 


ner europäischer Hersteller genannt. 








U 


m m Up 


Bild 2.1. Kennlinie und Definitionen der Tunneldiode (Durchlaßbereich) 


Tabelle 24. Tunneldioden aus der UdSSR 














Typ Ip* IpfIv* Up* с Пер" 
in тА m in V inpF  inV 

AM 101 A 1 + 0,25 5 016 3 

АИ101Б 1 + 0,25 5 016 6 

АИ101В 2 +0,3 6 016 2 

ΑΜΙΟΙΓ 2 + 0.3 6 016 3,7 

АИ101Д 2 +03 6 0,16 6 

АИ101Е 5-05 6 0,18 3 

AM 1012K 5 0,5 6 0,18 6 

АИ1О1И 50,5 6 0,18 10 

AM?901A 1031 10 020 3,5 

АИ901Б 10-1 10 0,18 6 

АИ #01 В 102-1 10 048 10 

ΑΜΘΟΙΓ 2042 10 0,21 4 

AM 92011 20+ 2 10 0,20 7 

АИ201Е =? 10 0,20 12 

АИ 01% 50+ 5 10 0,26 8 

AN »ıM 50-- 5 10 0,26 15 

АИ201К 100 + 10 10 033 19 

АИ201Л 100 + 10 10 0,33 40 

ЗИЗО1А 2- 04 8 | 0,18 12 0,65 

3И301 Б 54 0,5 8 0,18 25 0,85-44115 

ЗИ 301 В 5+ 05 8 0,18 25 1... 1,3 

ЗИ ΡΟ Г 10 + 1 8 0,18 50 0,8 








* siehe Bild 2.1., Seite 28 
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Tabelle 2.5. Tunneldioden wesleuropáischer kapitalistischer Staaten 


























Typ Ip* Ip/ly* Up* Upp* 0,5 

іп mA in mV in mV in mV 
Яв N Y: 

AE 100 1 6,5 55 300 

AEY 14 11 6 100 500 340 

AEY 18 2,7 6 90 480 330 

AEY 19 47 6 90 480 330 

АЕУ 20 10 6 100 500 340 

АЕУ 21 20 6 100 510 360 

АВҮ 22 5 6 90 480 830 

АЕҮ 23 1 6 80 . 480 300 

AEY 24 2,5 6 90 480 330 

АЕҮ 25 4,7 6 90 480 330 

AEY 26 5 6 100 480 330 

AEY 27 10 6 100 500 340 

AEY 28 20 6 100 510 360 

AEY 13 2 11 50 300 

АЕУ 15 9 11 50 300 

AEN 16 2 11 50 300 

Тур 9 Ip* Ip/Iy* Up* Uy* äquivalent 
in mA in m V inmV 

SF.D 160 1 9 1 N 2939 

SF.D 161 2,2 9 1 Ν 2969 

SF.D 162 3,3 9 

SF.D 163 4,7 9 1 N 2941 

SF.D 164 5,6 9 

5Е,0 165 10 9 1 М 3149 

SF.D 166 22 9 1 N 3150 

TU 10/1 1 +0,1 7 55 250 

TU 10/2 1-0,3 7 55 250 

TU 11/1 1 +0,2 7 55 250 

TU 11/2 2 +0,1 7 55 250 

TU 12/1 5 + 0,5 7 55 250 

ТО 12/2 5 + 1,5 7 55 250 

ТО 13/1 10 +1 7 55 250 

ТО 13/2 102 7 55 250 

TU 14/1 20-2 7 55 250 

TU 14/2 20 +4 7 55 250 

TU 101 1+01 6 55 250 

TU 102 2 + 0,2 6 55 250 

TU 105 5 = 0,25 6 55 250 

TU 110 10 +1 6 55 250 





* siehe Bild 2.1., Seite 28 
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2.3. Kapazitätsdioden 


Seit einigen Jahren werden besonders in der Konsumgüter- 
elektronik spezielle Kapazitätsdioden benötigt. Es handelt 
sich dabei um Siliziumdioden, deren Sperrschichtkapazität 
(wie bei allen Halbleiterbauelementen) sich proportional zur 
Sperrspannung verhält. Durch einfaches Ändern einer Gleich- 
spannung (der erwähnten Sperrspannung) kann man so eine 
Kapazität verändern, was besonders für die Abstimmung 
von Schwingkreisen in Rundfunk- und. Fernsehempfängern 
so wichtig ist. 

Erwähnt werden muß, daß nicht nur die Sperrschichtkapa- 
zität von der Sperrspannung abhängt, sondern auch die Güte 
der Sperrschicht. Ein weiteres Problem der Kapazitätsdiode 
ist von Bedeutung: die Erzielung eines möglichst großen 
Kapazitätshubes AC. 

In den Tabellen 2.6. bis 2.8. wurden die Daten einiger wich- 
tiger europäischer Kapazitätsdioden aufgeführt. Bedauer- 
licherweise lagen unterschiedliche Daten von den einzelnen 
Herstellern vor, die einen unmittelbaren Vergleich der ver- 
schiedenen Kapazitätsdioden sehr erschwerten. 


Tabelle 3.6. Kapazilätsdioden aus der UdSSR 





Ув,тах Amin ас 











Тур Kapazität* 

inpF inV 
A901 A 22...32 --80 25 4 
Д 901 Б 22...32 --45 30 3 
A901 B 28...38 — 80 25 4 
Д901Г 28...38 — 45 30 8 
Д 901 Д 34... 44 --80 25 4 
Д901Е 34... 44 --45 30 3 
Д 902 6...12 — 25 30 2,5 
* bei Ug = —4 V, f = 50 MHz 


30 


Tabelle 2.7. Kapazitätsdioden von Tesla (ČSSR) 





Typ Ur,max ς 4033 








in V in pF 
KA 201 — 20 22 1,4 
КА 201 —20 36 14 
* bei UR = 4V * bei UR = 10:4 


Tabelle 2.8. Kapazitätsdioden westeuropäischer kapitalistischer Staaten 








Typ Her- Up max IR C10 г ας 
steller in V in pA in pF 
BA 101 ТЕК -- 85 — 0,01% 15 5 
ВА 102 Уа! -- 80 —5** 16 2,5 
ВА 110 Int — 20 — 0,05* 6,3 1,5 
BA 111 Int — 20 — 0,1* 35 2,7 
ВА 112 Int — 20 — 0,2% 63 2,7 
ВА 119 . біе -- 50 --0,1% 10 
ВА 120 Sie — 50 — 0,1 50 
ВА 181 тїк — 80 — 0,025* 6,2 3,8 
BA 124 Tfk — 80 — 0,05** 35 3,5 
ВА 125 ТІК -- 80 — 0,05** .25 2,8 
ВА 138 Sie — 30 — 0,07* 16,5 4,8 
- ВА 139 біе -- 28 -- 0,05% 4,3 9,5 
ВА 140 Sie — 28 — 0,05* 4,3 9,5 
ВА 141 Int — 28 — 0,08% 17,5 7,2 
BA 142 Int — 28 —5*** 17,5 7,2 
ВА 149 ТІК -- 50 — 0,1% 2,8 6,0 
ВА 150 тїк — 25 — 0,015*** 35 2,8 
ВА 162 Int — 28 — 0,5*** 3t 7 
BAY 35 Int - 5 10011 1,1 
ВАҮ 66 Уа! --100 — 0,01*** 21 13 
ВАУ 70 ТІК — 80 — 0,025* 3,2 3,5 
ВАУ 96 Уа! —120 26 8,5 
ВВ 102 ТЕК -- 50 — 0,1** lvttt 7 
BB 103 Sie — 30 — 0,01*, 13 5 
ВВ 104 біе -- 80 --0,015 18 5 
ВВ 105 біе -- 28 — 0,05 5 290 
“Ев bedeuten: 
* beiUg = —10V, ** bei UR = —20 V, 
*** bei dem angegebenen Grenzwert von Ug, 
f bei Ug = — 25 V, tł еі Ов = —1V, — fff bei Up = —2 V. 


Das angegebene Kapazitátsverháltnis C ist rein theoretisch. Der praktisch aus- 
nutzbare Wert liegt von Fall zu Fall tiefer, da bei geringen Sperrspannungen der 
Gütefaktér absinkt, was meist unerwünscht ist. 
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3.  Thyristoren 


Daten von Thyristoren erschienen bis heute (Ende 1968) nur 
selten in unserer Fachpresse bzw. unseren Fachbüchern. 

Im Augenblick sind diese Bauelemente noch der Industrie 
vorbehalten. Es ist jedoch damit zu rechnen, daB Thyristoren 
in einigen Jahren auch für unsere Amateure interessant und 
wichtig sein werden. Es folgen einige Tabellen über solche 
Bauelemente von verschiedenen Herstellern. Das Verständnis 
ihrer Wirkungsweise wird vorausgesetzt, wie bei allen Bau- 
elementen dieser Broschüre, Die Definitionen und Symbole 
ergeben sich aus Bild 3.1. 


K 
KT50 


Bild 3.1. Syinbole und Auschluübezeichnuugen beim Thyristor 





Tabelle 3.1. Thyristoren aus der UdSSR 








Typ UR,max Тр, тах Окс вах Тс, тах 
in V in A in V in mA 
BK Y -10 600 10 1,25 20 
BK Y -20 600 30 1,25 20 
ВКУ -50 600 50 1,87 20 
ΒΚ Y -100 600 100 2,5 20 
ВК У B-100 600 100 2,5 20 
T-300 600 130 3,0 400 
ТІ, 1-100 500 90 300 
ТІ, 1-150 600 180 300 
ТІ, 2-100 800 110 7 300 
ТІ, 2-150 800 140 1 500 
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Тур Up. мах о, тах KkG,max IG,max 





in V in A in V in mA 
TL 2-200 800 190 7 300 
TL 2-750 600 300 8 400 


TL 2-1000 600 380 8 400 





Tabelle 3.2. Thyristoren von Tesla (ČSSR) 














Тур Овипах шах ЇО,тах IG,max RthG 
in V in mA inA in mA in grd/W 

KT 501 60 0,5 1 10 60 
КТ 502 120 0,5 1 10 60 
КТ 503 240 0,5 1 10 60 
КТ 504 360 9,5 1 10 60 
КТ 505 480 0,5 1 10 60 
КТ 710 60 0,5 8 15 

KT 711 120 0,5 8 16 

КТ 712 240 0,5 3 15 

KT 713 360 0,5 3 15 

KT 714 480 0,5 3 15 





Tabelle 3.3. Thyristoren aus der DDR-Entwicklung 





Typ Sperr- Eff. Durch- Zünd- Zünd- 








spannung laBstrom spannung strom 

inV inA in V in mA 
a) Reihe ST 111 
ST 111/1 100 25 s3 < 100 
ST 111/2 200 25 53 = 100 
ST 111/4 400 25 53 = 100 
51 111/6 600 25 53 < 100 
ST 111/8 800 25 Ез = 100 
b) Reihe ST 121 
ST 121/1 100 40 τσ 5100 
ST 121/2 200 40 53 < 100 
ST 121/4 400 ` 40 53 5100 
ST 121/6 600 40 58 < 100 
ST 121/8 800 40 <3 = 100 
c) Reihe TS 25 
TS 25/1 100 40 = = 100 
TS 25/2 200 40 x = 100 
Т5 25/4 400 40 E < 100 
TS 25/6 600 40 < 5 100 
TS 5/8 800 40 < < 100 
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Tabelle 34. T'hyristoren westeuropüischer kapitalistischer Staaten 








Тур. Her Оң,тах IR,max ID,max Об, тах IG,max Rtha 
steller ШУ inmA ША mV inmA іп grd/W 
х 
T 0,8 № 0,6 AOO Int 60 1 0,8 3 10 45 
ТОЗМІАОО Int 100 1 0,8 3 10 45 
TO8N2AOO Іш 200 1 0,8 3 10 45 
TO8N3AOO Іш 300 1 0,8 9 10 45 
Т0,8 М4 АОО Int 400 1 0,8 9 10 45 
Т 0,8 М5 АОО Іш 500 1 0,8 3 10 45 
T3N06COO Іш 60 9 3 20 0,6 
T3N1COO Int 100 3 3 20 0,6 
T3N2COO Int 200 IN 3 20 0,6 
T3N3COO Int 300 3 3 ` 20 0,6 
T3N4COO Int 400 3 3 20 0,6 
T3N5COO Int 500 3 3 20 0,6 
T3N6COO Int 600 3 3 20 0,6 
T3N7COO Int 700 3 3 20 0,6 
T3N8COO Int 800 3 3 20 0,6 
T3N9COO Int 900 3 3 


20 0,6 








Die Thyristoren von Intermetall werden außerdem für größere Ströme hergestellt 


Die folgende Tabelle faßt ihre gemeinsamen Daten zusammen; 








Typenreihe lp,max Rita bis Ug, max 

in A іп grd/W in V 
τοῦ N- AOO 0,8 45 500 
T 3 N---COO 3 6 900 
T 14 N-:-EOA м 14 т00 
T 18 F-E 18 1,1 900 
T 20 N::: COO 20 11 900 
το Ν.Ε" 22 1 1200 
Т 30 Ε:::Ε:: 30 0,8 900 
T 50 N-- E: 50 0,4 1200 
Т 50 Е-Е: 50 0,4 900 
T 70 м... DOO 70 0,4 900 
T 5 Ε:::Ε:::(2} 95 0,25 900 
Т125 МЕ 125 0,2 1200 
Т170 Nees E 
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Weitere Thyristoren westeuropäischer kapitalistischer Staaten 








Typ UR,max Ir,max Iert, тах UG,max IG,max Riho 
in У шшА ША in V inmA іп grd/W 
BTY 79/100 R 100 8 10 2,5 25 8,1 
ВТУ 79/200К 200 5 10 2,5 25 3,1 
ВТУ 79/400 R 400 2 10 2,5 25 8,1 
BTX 35/500 R 500 6 19 3,5 65 2,0 
BTX 35/600 R 600 5 19 3,5 65 2,0 
BTX 35/700 R 700 4,5 19 8,5 65 2,0 
BTX 35/800 R 800 4 19 3,5 65 2,0 





Die Thyristoren werden in Serien, für bestimmte Durchlaßströme und nach 
Sperrspannungen abgestuft, hergestellt. Die Reihen haben die Daten: 








Typenreihe lett,max Ring bis Ug,max UG,max IG,max 
in A ingrd/W in V in V in mA 
ВТХ 12/:.: R 81 600 3,0 50 
ВТХ13/--К 48 0,9 600 3,0 50 
ВТХ 29/:::Κ (8 1800 100 
BTX35/.-- R 19 2,0 800 8,5 65 
BTX36/:.--R 25 2,0 800 3,0 40 
ВТХЗ?7/--К 78 0,9 800 3,0 80 
ВТХ 38/:::Κ 110 0,4 800 3,0 70 
ВТХ41/---К 110 800 8,0 800 
BTX 44/ R 55 1800 100 
BTX 45/ C К 110 1800 100 
BTX 46)... R 235 1800 3,0 300 
BTX 64/... R 25 500 8,5 65 
ВТХ66/...К 110 500 8,0 80 
ВТУ 79/... R 10 8,1 800 2,5 25 
ВТУ 87/--К 19 2,0 800 3,5 65 
ВТУ 91/...В 25 2,0 800 3,0 40 
ВТУ 95/--45 78 0,6 800 3,0 40 
ВТУ 99/... R 110 800 8,0 40 





4. Transistoren 


4.1. Sockelschaltungen unbekannter Transistoren 


Es gibt unzählig viele Sockelschaltungen bei Transistoren, 
beinahe wie bei Elektronenröhren. Eigentlich ist die Bezeich- 
nung „Sockel“ bei Transistoren ebenso wie bei modernen 
Empfängerröhren nicht gerechtfertigt. Beide Bauelemente- 
arten haben, im Gegensatz zu älteren Empfänger- und Sende- 
röhren, keinen eigentlichen Sockel. Die Anschlüsse des Tran- 
sistors (meist in Form von Drähten) treten direkt aus dem 
Gehäuse aus, das das eigentliche Bauelement enthält. Die 
Anschlüsse erfolgen durch Löten. Ein einfaches Wechseln 
(wie bei Elektronenröhren) ist bei Halbleiterbauelementen 
nicht möglich und in der Regel auch nicht erforderlich. Man 
kann deshalb im Gerät auf die Fassung (das Gegenstück zum 
Sockel) zugunsten von Platzbedarf und Kosten verzichten. 
Sperrschichttransistoren haben fast immer 3 Anschlüsse 
(Emitter, Basis und Kollektor), selten einen vierten Anschluß 
für die Abschirmung. Bei den europäischen, US-amerikani- 
schen und japanischen Transistoren gibt es nur relativ wenig 
Sockelschaltungen. Lediglich die Transistoren aus der UdSSR 
haben oft Sockel, die für uns relativ unbekannt sind. Aus 
diesem Grund zeigt Bild 4.4. (Tabelle 4.1.) die Sockelschal- 
tungen der sowjetischen Transistoren noch einmal, soweit 
Unterlagen zur Verfügung standen. Bei den anderen Tran- 
sistoren wurde darauf verzichtet und die wichtigsten Bau- 
formen dieser Elemente in Bild 4.5. zusammengestellt. 

Auf alle Fälle sollte man vor dem Einbau die Bezeichnungen 
der Anschlüsse (die „Sockelschaltung“) eines unbekannten 
Transistors ermitteln, wenn keine Unterlagen darüber zur 
Verfügung stehen. Hierzu eine einfache Möglichkeit: 

Mit einem Durchgangsprüfer werden, nach der Schaltung in 
Bild 4.1., die 3 unbekannten Anschlüsse angetastet und der 
Draht ermittelt, der den kleinsten Widerstand gegen die 
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Ёт*Ё› 
215К Bild 4.1. 
Schaltung eines einfachen 
1тА Meßinstruments zum Ermitteln 


unbekannter Transistor- 
шу Sockelschaltungen 


anderen hat. Bei pnp-Transistoren ist es bei den Durchgangs- 
prüfungen der negative Pol, bei npn-Transistoren der positive. 
In der anderen Stromrichtung müssen die Widerstände sehr 
groß sein! Die damit ermittelte Elektrode ist die Basis des 
unbekannten Transistors. Das ist leicht einzusehen, wenn man 
die Ersatzschaltung des Transistors als den zweier gegensätz- 
lich gepolter Halbleiterdioden auffaßt (Bild 4.2.). 


he 8 C 


а) 
Bild 4.2. 
Darstellung des Transistors als 
gegensinnig gepolte Dioden; 
Е 8 а) pnp-Transistor, 
H b) npn-Transistor 


Das weitere ergibt sich ebenfalls aus дег Ersatzschaltung. 
Der Anschluß mit dem kleinsten Widerstand gegen Basis 
(unter Beachtung der richtigen Polarität) gilt als Emitter, 
denn die Emitter-Basis-Diode des Transistors wird stets in 
Durchlaßrichtung gepolt. Daraus folgt, daß die Diode mit 
dem hochohmigen Widerstand (wieder die richtige Polung 
des Transistors beachten) die Basis-Kollektor-Diode darstellt, 
denn diese ist in Sperrichtung gepolt. 

Schließt man den Transistor provisorisch an (Schaltung іп 
Bild 4.3.), so muß eine Emitter-Basis-Vorspannung ihn 
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Bild 4.3. 
Schaltung zur Ermittlung der 
Anschlüsse (5. Text) 





„öffnen“, d. h., es muß ein Kollektorstrom fließen. Wieder ist 
die richtige Polung unbedingte Voraussetzung. 

Man muß deshalb möglichst früh wissen, ob es sich bei dem 
unbekannten Transistor um einen pnp- oder einen npn-Typ 
handelt. Das ergibt sich bei der Ermittlung des Basisan- 
schlusses gewissermaßen „nebenbei“. 


4.2. Transistordaten 


Über sowjetische Transistordaten gibt es viele Veröffent- 
lichungen, die einander teilweise widersprechen oder Lücken 
aufweisen. In Tabelle 41. wurden deshalb die Daten sämt- 
licher, dem Verfasser bekannter sowjetischer Transistoren 
zusammengestellt. Dabei konnte auf Originalveröffentlichun- 
gen der Halbleiterindustrie in der UdSSR und auch auf 
Untersuchungsergebnisse solcher Transistoren, die der VEB 
Halbleiterwerk Frankfurt/Oder ermittelte, zurückgegriffen 
werden. 

Tabelle 4.2. enthält die neuen Transistorarten von Tesla. 
In Tabelle 4.3. sind die seit Erscheinen des Teiles II dieses 
Broschürentitels neu hinzugekommenen Transistoren der 
Konsumgüterelektronik westeuropüischer kapitalistischer 
Staaten zu finden. Diese Tabelle schließt an die Tabellen 3.1. 
bis 3.6. des Teiles ІТ an. 
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Von Zeit zu Zeit wird nach den Daten von Transistoren aus 
der VR Ungarn gefragt, da man solche Bauelemente gelegent- 
lich im Fachhandel erhält. 

Orion fertigt Transistoren in Lizenz der sowjetischen Halb- 
leiterindustrie und in Lizenz von Valvo-Siemens. Eigene 
Transistorentwicklungen sind nicht bekannt. Die genannten 
Bauelemente haben in der Bezeichnung, im Falle sowjetischer 
Lizenzen, ein „Р“ an Stelle des kyrillischen „П“. Ein Р 13 
entspricht 2. B. dem Originaltransistor П 13, obwohl die 
Daten etwas voneinander abweichen (Ucp,max beim ungari- 
schen Transistor ist größer). 

Bezeichnungsweise für Lizenztransistoren nach Valvo-Sie- 
mens: Zur Ziffer іп der Originalbezeichnung wurde eine 1000 
addiert. Ein ОС 1071 von Orion entspricht einem ОС 71 von 
Valvo usw. Gelegentlich wird der Originalbezeichnung des 
Erstherstellers, ähnlich wie bei Elektronenröhren, ein „Т“ 
angehängt: AF 137 T usw. Vom Salon international des 
composants électroniques in Paris stammen die Daten der 
franzósischen Transistoren (Tabellen 4.4. und 4.5.) 

Neu ist ferner die Datenzusammenstellung von Transistoren 
westeuropäischer kapitalistischer Staaten für die professio- 
nelle Elektronik (Tabelle 4.6.). 

Eine Halbleiter-Äquivalenzliste US-amerikanischer Transisto- 
ren und der Bauelemente westeuropäischer kapitalistischer 
Staaten — sie erhebt keinesfalls Anspruch auf Vollstándigkeit 
— ergänzen die Tabellen zu diesem Abschnitt. \ 
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Tabelle 4.2. Neue Transistoren von Tesla (CSSRJ 





UcB,max 























Typ Ic,max іт Rth 
in V in mA in MHz іп grd/mW 

GC 507 — 32 — 196 0,3 0,4 
СС 508 — 32 — 125 0,3 0,4 
СС 509 — 60 — 195 08 0,4 
GC 510 — 32 — 1000 1 0,22 
GC 511 — 25 — 1000 1 0,22 
СС 512 — 85 — 1000 0,55 0,29 
СС 515 — 39 — 19% 0,3 0,4 
СС 516 — 32 — 195 0,8 0,4 
GC 517 — 32 — 195 од 0,4 
GC 518 — 32 — 195 0,3 0,4 
СС 519 — 88 — 125 0,3 0,4 
СС 520 + 32 + 1000 1 0,29% 
GC 521 + 25 + 1000 1 0,22* 
GC 522 + 20 + 1000 1 0,22* 
GC 525 +15 + 195 1 0,4 
GC 526 + 38 + 195 1 0,4 
ας 527 + 32 + 155 1 од 
СЕ 504 -- 88 — 100 70% 0,25 
СЕ 507 — 20 — 10 5** 0,75 
СЕ 514 — 32 — 10 τὸ 0,75 
СЕ 515 — 88 — 10 45 0,75 
GF 516 — 32 — 10 40 0,75 
GF 517 — 20 — 10 30 0,75 
65 504 + 20 + 400 0,33 
GS 506 + 5 + 10 it 0,6 
GS 507 + 15 + 80 10*** 0,6 
GD 607 + 32 + 1000 1 4 
GD 608 + 95 + 1000 1 4 
GD 609 + 20 + 1000 1 Ar 
GD 617 — 32 — 1000 1 41 
GD 618 — 85 — 1000 1 At 
GD 619 — 25 — 1000 0,6 4 
КС 507 + 45 + 100 150 0,43 
КС 508 + 20 + 100 150 0,43 
КС 509 + 20 + 100 150 0,43 
KD 601 + 60 + 10А 351 
КЕ 503 +1004 - 50 150% 0,29 
КЕ 504 16011 + 50 150** 0,22 
КЕ 506 + 75 + 500 0,22 
КЕ 507 + 40 + 500 0,22 
КЕ 508 +5 + 500 0,29 
КЕ 517 — 40 — 500 0,22 
К5 500 + 25 + 200 0,165 
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Тур UcB,max Ic,max іт Rth 














in V in mA in MHz іп grd/mW 

KU 601 + 60 + 2000 10+ 

KU 602 +120 + 2000 101 

KU605 +200 +10000 50+ 

KU 606 +120 + 8000 50+ 

KU 607 +210 +10000 70t 

GCN 53 + 30 + 250 0,7 0,3 

GCN 54 + 48 + 950 0,7 0,3 

ССМ 55 — 32 — 185 1 0,3 

ССМ 56 — 60 — 1% 0,3 0,3 

СВУ 50 — 20 — 10 30 1 

КЕУ 16 - 50 — 500 50 0,22 

`КЕҮ 18 — 60 — 500 50 0232 , , 

KFZ 66 + 60 + 500 30 0,631 ВЫ 

KFZ 68 + 60 + 500 30 0,63 f Е 8 

KFY 34 + % + 500 60 0,22 

КРУ 46 + τὸ + 500 70 0,22 

KSY 34 + 60 + 600 250 0,067 

KSY 62 + 25 800 200 0,53 

К5У 63 + 40 + 900 300 0,53 

KSZ 62 + 25 + 200 290 0,165 
Darlington- 
Tr. 





ж Beiden Typen mit einem „K“ am Ende der Bezeichnung beträgt der Wärme- 
widerstand 0,15 grd/mW. 


ятыр” .Cp’p in ps 
ээ» f, in MHz 
f Verlustleistung іп W bei 45 °С 
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osnguoSise[q 91 009 с + о + HL 283 ЯЯ 
2512428354 eg'o 068 о + © + XL 888 JH 
t 009 и + «06 + 509 816 яя 

Мурай ш ΖΗΜΝ ur ушщ Аш 
Вапуләшәя хеш Ор хеш'яоп 451, 


Uu 2 L; 


19[[Θ1519{ 
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Tabelle 44. Transistoren von COSEM (Frankreich) 








Typ Material Осв,шах Ic,max їх Ки 

in V in mA in MHz  ingrd/mW 
SF.T 106 Ge — 18 — 50 3 0,6 
SF.T 107 Ge — 12 — 50 6 0,6 
SF.T 108 Ge — 18 — 50 10 0,6 
SF.T 113 Ge — 40 — 3000 0,25 0,002** 
SF.T 114 Ge — 60 — 3000 0,25 0,002** 
SF.T 115 Ge — 40 — 10 30 0,5 
SF.T 116 Ge — 85 — 10 30 0,5 
SF.T 119 Ge — 85 — 10 30 0,5 
SF.T 120 Ge — 89 -- 10 30 0,5 
SF.T 121 Ge — 24 — 850 13 0,33 
5Е,Т 122 Се — 12 — 250 1,6 0,33 
SF.T 123 Се — 24 — 250 2,5 0,33 
SF.T 124 Ge — 24 — 500 1,0 0,143 
5Е,Т 125 Се — 24 — 500 2,0 0,143 
SF.T 126 Се — 24 — 250 5,0 0,4 
5Е,Т 127 Се - 24 -- 250 7,0 0,4 
SF.T 128 Ge — 84 — 850 10,0 0,4 
SF.T 130 Ge — 94 — 500 1,0 0,091 
SF.T 131 Ge — 24 — 500 2,0 0,091 
SF.T 141 Ge — 85 — 850 10 0,3 
SF.T 142 Ge - 89 — 250 12 0,3 
5Е,Т 143 Се — 45 — 500 1,0 0,22 
SF.T 144 Се - 45 — 500 1,5 0,22 
SF.T 145 Се — 45 — 500 1,0 0,11 
SF.T 146 Се — 45 — 500 15 0,11 
SF.T 150 Се — 40 — 3000 0,25 0,002** 
SF.T 151 Ge — 84 — 150 0,7 0,33 
SF.T 152 Ge — 84 — 150 0,9 0,33 
SF.T 153 Ge — 84 — 150 11 0,33 
SF.T 154 Се — 20 — 10 100 0,5 
SF.T 155 Се — 35 — 10 100 0,5 
SF.T 160 Ge — 15, — 10 60* 0,5 
SF.T 162 Ge — 70 — 10 70* 0,25 
SF.T 184 бі 4-10 + 100 3,0* 0,4 
SF.T 186 Si +140 180* 0,12 
SF.T 187 бі +135 70* 0,12 
5Е,Т 190 Се — 65 — 1000 0,2* 0,002** 
SF.T 206 Ge — 18 — 850 5,5* 0,4 
5Е.Т 207 Се — 18 — 950 7,5* 0,4 
SF.T208 Ge — 15 — 850 12,0* 0,4 
SF.T 211 Ge — 80 — 6000 0,5 0,0011** 
SF.T 213 Ge — 40 — 3000 0,25 0,0015** 
SF.T 214 Ge — 60 — 3000 0,25 0,0011** 


3 electronica 94 
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Тур Material UcB,max lo,max i Rt 
inV in mA in MHz  ingrd/mW 
SFT 221 Ge — 80 — 250 1,3* 0,93 
SF.T 222 Се — 30 — 250 2,0* 0,93 
5ЕТ 223 Се — 30 — 250 40* 098 
Ε.Τ 226 Се — 40 — 950 55* 04 
SF.T 997 Се — 30 — 250 75* 0 
SF.T 228 Се — 24 — 250 12,0* 0,33 
SF.T 229 Се — 18 — 250 20,0* 0,33 
$Е.Т 232 Се — 40 — 3000 0,7 0,1 
SF.T 233 Ge — 60 — 3000 0,7 0,1 
SF.T 234 Ge — 80 — 3000 0,7 01 
$Е.Т 235 бе --100 -- 8000 0,7 ол 
5Е.Т 237 Се — 15 — 100 3,0" 038 
SF.T 238 Ge — 40 — 6000 0,25 0,0017%% 
$Е.Т 239 Ge — 60 — 6000 0,5 0,0011%% 
5Е.Т 940 бе —100 —10000 05 0,0011** 
$Е.Т 241 Се — 45 — 500 1,6* 0,23 
SFT 242 Ge — 45 — 500 25* 023 
$ЕТ 243 Се — 45 — 500 2,0* 0,23 
$Е.Т 250 Се — 80 — 8000 0,5 0,0011** 
$Е.Т 251 Се — 30 — 50 13* 0,98 
$Е.Т 252 Се — 30 — 150 20* 028. 
$Е.Т 258 Се — 30 — 150 3,0* 0,23 
SFT 264 Ge — 30 — 15000 Dä 0,0008% 
SF.T 265 Ge — 40 — 15000 Där — 0,0008** 
SF.T 266 Ge — 60 —15000 Dä 0,0008% 
$Е.Т 267 се — 80 --15000 0,3* 0,0008%% 
SF.T 268 Ge —4100 —45000 Dä — 0,0008** 
SF.T 288 Ge — 24 — 500 16,0 0,33 
SF.T 298 Ge + 30 + 500 15,0 0,33 
SF.T 306 Ge — 18 — 100 3,0 0,33 
ЗЕ Т 307 Се — 18 — 100 7,0 0,38 
SF.T 308 Ge — 18 — 100 13,0 0,38 
$Е.Т 315 Се — 40 -— 10 30,0 0,42 
SF.T 316 Ge — 20 — 10 60 0,42 
SF.T 317 Ge — 20 — 10 40 0,38 
SF.T 319 Ge — 20 — 10 20 0,38 
$Е.Т 320 Се — 20 — 10 35 0,38 
$Е.Т 321 Се — 24 --, 250 18 0,25 
$Е.Т 822 Се — 24 — 950 1,6 0,25 
SF.T 323 Ge — 24 — 250 2,6 0,25 
SF.T 395 Ge — 24 — 500 2,0 01 
SF.T 351 Се — 24 — 150 1,2 0,25 
$Е.Т 852 Се — 24 — 150 1,6 0,25 
$Е.Т 353 Се — 24 — 250 2,4 0,25 


66 


Тур Material UcB,max ТС пах [5 Ки 




















in V in тА in MHz ingıd/mW 
SF.T 354 Ge — 20 -- 10 80* 0,42 
$Е.Т 357 Ge — 20 = 10 803 0,42 
$Е.Т 358 Ge — 20 — 10 110* 0,42 
SF.T 867 Ge — 32 — 1000 4* 01 
SF.T 877 Се + 32 + 1900 4* 0,1 
SF.T 440 5 + 80 150* 0,008** 
SF.T 448 бі + 80 185" 0,016% 
SF.T 445 бі + 80 200* 0,008** 
SF.T 601 Si + 40 067] з 
SF.T 602 Si +40 0,67, 2 
SF.T 608 Si + 40 o7] я 
SF.T 714 Si + 25 150* 0,38 
SF.T 715 $1 + 2 150* 0,38 
“іт 
** gegen Gehäuse gemessen (Rın JG) 
Tabelle 45. Transistoren von SESCO (Frankreich) 
Typ Ucp,max Ic,max fp Rth Anwendung Aufbau 
in V in mA in MHz іш grd/mW 
31T1 --10»»» — 50 7 0,6 HF-Vorstufe бе-рар 
82Т1 - 109% - 50 7 0,6 HF-Vorstute  Ge-pnp 
38 Ті -- 20 — 50 7 0,6 HF-Vorstufe Се-рпр 
34T1 — 20 — 50 7 0,6 HF-Vorstufe | Ge-pnp 
42T6 +130 +1000 10 8,9/Wt Rasterabl. Si-npn 
43 T6 +500 +5000 10 L5/Wt Zeilenabl. Si-npn 
44Т1 -- 45 — 300 1,2% 0,15 NF-Leistung | Ge-pnp 
154Т1 -- 12 — 6 100 0,75 MW-Mischst. бе-рар 
155 T1 — 18 - 6 120 0,75 KW-Mischst. Се-рпр 
156Т 1 -- 12 -- 6 120 0,75 UKW-Mischst. Ge-pnp 
157Т1 — 12 — б 130 0,75 URW-Vorstufe Ge-pnp 
322 Ti -- 20 -- 100 2 0,6 NF-Vorstufe Се-рпр 
З23Т1 --20 -- 100 2,5 0,6 NF-Vorstufe Се-рпр 
321T 1 — 80 — 100 8 0,6 NF-Vorstufe | Ge-pnp 
325 ΤΙ — 80 — 100 3,5 0,6 NF-Vorstufe | Ge-pnp 
420T1 — 80 — 500 2 0,075 NF-Leistung Ge-pnp 
401Т1 — 80 — 500 2 0,075 NF-Leistung | Ge-pnp 
520 Т1 — 20 — 500 2 0,15 NF-Leistung Се-рпр 
521 ΤΙ — 20 — 500 2 0,15 NF-Leistung  Ge-pnp 
86Т1КТ — 90 — 50 10* 0,4 ZF-Vorstufe Ge-pnp 
37T1RT — 14 — 50 15* 0,4 ZF-Vorstufe | Ge-pnp 
665 T1 — 12 — 50 1,5* 0,85 NF.Vorstufe | Ge-pnp 
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Тур Осв,тах ЇС,тах fr Ки Anwendung Aufbau 





in V inm in MHz ingıd/mW 
689 T1 — 12 — 50 0,8% 0,85 NF-Vorstufe Ge-pnp 
600Т1 —12 — 50 1,0% 0,85 NF-Vorstufe | Ge-pnp 
691 T1 — 12 — 50 1,2" 0,85 NF-Vorstufe Се-рпр 
592 Ti — 12 — 50 1,5* 0,85 NF-Vorstufe Ge-pnp 
965 T1 —24 — 50 1,5* 0,5 NF-Vorstufe | Ge-pnp 
989T1  — 24 — 50 0,8* 0,5 NF-Vorstufe Се-рпр 
990Т1 — 24 — 50 1,0% 0,5 NF-Vorstufe | Ge-pnp 
991T 1 — 84 — 50 1,2* 0,5 NF-Vorstufe | Ge-pnp' 
9971  — 24 — 50 1,2* 0,5 NF-Vorstufe Се-рпр 


ж і, 
1 gegen Gehäuse gemessen 
ялж ПсЕ,тах 


Tabelle 4.6. Transistoren westeuropäischer kapitalistischer Staaten für die profes- 
sionelle Elektronik 








Typ Her- Ucp,max ІС,тах іт Rth 
steller in V in mA in MHz ingrd/mW 

ACY 16 Της — 40 — 400 0,01* 0,3 
АСУ 23 Sie — 32 — 800 1,5 0,3 
АСУ 24 ТІК -- 10 -- 800 0,09“ 0,35 
АСУ 32 Sie — 32 — 200 1,5 0,3 
ACY 33 Sie — 32 — 1000 1,5 0,3 
ACY 38 Cos — 15 — 100 БЫ 0,3 
АС2 10 Τῆς — 70 — 30 0,125 
АРҮ 26 Уа! -- 80 --80000 0,1* 0,004 
АРҮ 27 Sie — 32 — 3500 0,45 0,002 
ADY 28 Cos — 80 — 6000 0,5 

ADZ 11 Val — 50 — 20000 0,08** 0,008 
ADZ 12 Val — 80 — 20000 0,1** 0,008 
АБУ 10 Зе -- 80 — το 250 0,26 
АБУ 11 Sie — 30 — 70 350 0,25 
АБУ 19 Sie — 25 — 10 230 0,75 
АЕҮ 13 тїк — 25 -- 50 50 0,65 
АБУ 14 ТІК -- 40 -- 250 60 0,5 
АЕҮ 15 Тік -- 22 — 50 16 0,6 
AFY 16 ТіК -- 30 — 10 500 0,75 
АБУ 18 Sie — 30 — 10 200 0,25 
АБУ 19 Уа! -- 32 -- 800 350 0,25 
АБУ 29 Тік -- 85 -- 50 85 0,65 
АБУ 34 Sie — 40 — 20 3500*** 0,157 
АБУ 37 Sie — 32 - 20 600 0,75 
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Bild 4.5. 






Massean- ἱ 
schiuß beim | 





Abmessungen einiger Transistoren westeuropäischer kapitalistischer 
Staaten; 


а) MD 11 oder F 22, b) ТО 1 a, ο) ТО 5, d) ТО 18, е) ТОЗ, 
f) ТО 36, в) ΤΟ 44 
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Нег- 
steller 


Sie 
Val 
Val 
Sie 
Tfk 
Val 
Tfk 
Int 
Tfk 
Tfk 
Тік 
Тік 
Тік 
тік 
Уа! 
Уа! 
біе 
біе 
Val 
Val 
Val 
Val 
Val 
Val 
Тһо 
Tho 
Tho 
Tho 
Tho 
Tho 
Tho 
Tho 
Tfk 
Val 
Val 
Val 
Val 
Val 
Val 
Тік 
Уа! 
Зе 
Зе 
Sie 


Осв,тах 
in V 


— 32 
— 32 
— 30 
— 30 
— 40 
— 20 
— 50 
— 80 
— 50 
— 30 
— 25 
— 30 
— 25 
-- 50 
-- 25 
-- 25 
-- 64 
-- 82 
-- 80 
-- 80 
-- 80 
-- 40 
-- 60 
-- 40 
-- 26 
-- 26 
-- 40 
-- 40 

16 





fr 
in MHz 


500 


Rth 
ingrd/mW 


0,45 
0,55 
0,75 
0,75 

0,2 

0,6 

0,2 
0,67 
0,6 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,5 

0,4 

0,4 

0,8 

0,3 
0,35 
0,35 
0,35 
0,25 
0,25 
0,25 
0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

02 
0,33 
0,0015 
0,00151 
0,0015# 
0,0015# 
0,5 

0,6 

1 
0,0044 
0,0051 
0,0015% 
0,0015 





Тур 


AUY 21 
АПУ 22 
АПУ 28 
AUY 29 
АПУ 34 


А02 
ВСҮ 
ВСҮ 
ВСҮ 
ВСҮ 
ВСҮ 
ВСҮ 
ВСУ 
ΒΟΥ 
ВСУ 
ВСУ 
ВСУ 
ВСУ 
ВСУ 
ВСУ 
ВСУ 
ВСУ 
ВСУ 
ВСУ 
ВСУ 
ВСҮ 
ВСҮ 
ВСҮ 
ВСҮ 
ВСҮ 
BCZ 

BCZ 

BCZ 


11 
10 
11 
12 
30 
31 
32 
33 
34 
38 
39 
40 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
65 
66 
70 
71 
72 
78 
9 
10 
11 
12 


BDY 10 
BDY 11 
BDY 12 
ВРУ 13 
ВОУ 15 
BDY 16 
BDY 17 
BDY 18 
BDY 19 
BDY 20 
BDY 34 


|| 
gg 


{+++++ ++ | 
KE 
ы 


Г] 
SS 


|-4444441| 
8 5 
> o 


| 
о 
> 
> 


— 50 
— 50 
+ 4000 
+ 4000 
+ 2000 
+ 2000 
+ 4000 
+ 4000 
+25000 
+25000 
+25000 
+15000 
+ 3000 


Rth 


іп grd/mW 


0,0015} 
0,00151 
0,00151 
0,00151 
0,00151 
0,00751 
0,4 

0,4 

0,4 

0,5 

0,5 

05 

0,5 

0,5 

0,3 

08 

0,3 

0,3 

05 

0,5 

0,5 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 

05 

05 

0,5 

0,5 

0,5 
0,04 
0,04 
0,0051 
0,0051 
0,0187 
0,0131 
0,0014 
0,0014 
0,0017 
00011 
00051 
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Тур Нег- Ucpg,max Ic,max іт Rth 
steller in V inmA in MHz “іп grdí/mW 
BFW27 Tfk — 40 — 85 850 0,52 Mosfet 
BFW 63 Fai + 40 60 1 
ΒΕΝ 64 Fai + 40 200 1 
BFW 66 Fai + 60 0,22 
BFW 69 Fai + 65*** + 1000 500 0,0257 
BFW 70 Fai — 30*** 900 
ВЕУ/71 Fai + 60 0,22 
BFW73 Fai + 30 + 350 950 0,1 
BFW 74 Fai + 30 + 350 950 0,1 
BFW 75 Fai + 30 + 350 950 0,075 
BFW 76 Fai + 30 + 80 1300 0,15 
BFW 77 Fai + 30 + 80 1300 0,3 
ВЕУУ 78 Fai + 30 + 80 0,75 
BFW 79 Ба! + 80 + 80 1500 0,05 
ВЕХ 11 Ба — 45998 200 0,18 
ВЕХ 14 Fai + 15*** 200 0,18 
ВЕХ 15 Fai + 40*** 200 
BFX 16 Fai + 45*** 90 
ВЕХ 17 Ба + 40*** 
ВЕХ 32 Тік + 35** + 40 850 0,32 
ВЕХ 38 Тік + 55*** + 400 800 0,0851 
ВЕХ 36 Fai — 60*** 5 50 
ВЕХ 37 Fai — 60*** 60 
BFX 43 + 30 + 350 500 0,38 
BFX 44 + 40 + 250 500 0,38 
ВЕХ 48 Ба! - 80 550 
ВЕХ 50 RTC + 80 + 1000 0,32 
ВЕХ 51 RTC + 60 + 1000 0,32 
BFX 52 RTC + 40 + 1000 0,32 
BFX 55 Sie 60 400 500 0,22 
BFX 59 Sie 30 100 800 0,65 
BFX 60 Sie + 40 + 8 550 0,65 
BFX 62 Sie 30 12 650 1,0 
BFX 78 Fai + 15 0,47) ο 
ВЕХ 82 Fai — 25 - 12 05 29 
ВЕХ 83 Fai — 85 — 80 ost ж 
ВЕХ 89 тїк + 28 + 30 1000 0,87 
ВЕХ 98 Fai +150 + 100 40 0,22 
BFY 10 RTC + 60 + 50 60 0,5 
BFY 11 RTC + 45 + 50 60 0,5 
ВЕУ 12 Sie + 60 + 500 180 0,22 
ВЕУ 18 Sie + 80 + 350 180 0,22 
ΒΕΥ 14 Sie +100 + 950 180 0,22 
BFY 19 Int + 30 + 100 400 0,5 
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Тур Нег- Осв,тах ІС,тах іт Rth 
steller in V in mA in MHz іп grd/mW 

BFY 20 Int +40 245 046) 8 

ВЕҮ 22 Int +5 + 5 20 16 ја 

ВЕҮ 23 Int +5 + 50 20 16 АЕ 

ВЕҮ 24 Int +5 + 50 20 i16 7 

BFY 27 Tfk + 70 250 0,5 

ВЕУ 29 Іш + 45 + 50 20 1,6 

ВЕҮ 80 Int + 45 + 5 20 1,6 

ВЕҮ 33 Sie + 50 + 500 100 0,22 

BFY 34 Sie +75 + 500 100 0,22 

BFY 37 Int +25 + 100 270 05 

BFY 39 Val + 45 + 100 150 0,5 

ВЕҮ 40 Int + 60 + 800 60 0,22 

ВЕҮ 41 Int -+120 + 600 0,22 

BFY 43 Int +140 + 100 60 0,19 

BFY 44 Val + 80 + 1000 210 0,0351 

ВЕУ 45 Sie + 90 + 80 130 0,25 

ВЕҮ 46 Sie + 75 + 500 120 0,22 

ВЕҮ 50 Val + 80 + 1000 60 0,22 

ВЕУ 51 Val + 60 + 1000 50 0,22 

BFY 52 Val +40 + 1000 50 0,22 

BFY 55 Val + 80 + 1000 60 0,22 

BFY 56 Fai + 80 >90 0,2 

ВЕУ 57 Fai +125 >60 0,2 

BFY 64 Fai + 40 250 0,22 

ВРУ 65 тїк +100 + 50 50 0,22 

ВРУ 66 Тік + 30 600 0,88 

ВЕУ 67 Val + 75 + 1000 60 0,22 

ВЕУ 68 Val + 75 + 1000 70 0,22 

ВЕУ 69 Тік + 25 50 1,6 

ВЕУ 70 Уа! + 60 + 1000 210 0,0851 

ВЕУ 74 Ба! + 60 360 0,3 

ВЕҮ 75 Fai + 60 360 0,3 

ВЕҮ 76 Fai + 45 55 0,3 

ВЕУ 77 Fai + 45 60 0,3 

ВЕҮ 80 Тік +100 + 50 50 05 ок 

ВЕҮ 85 Тік + 45 + 100 50 021 52 

ВЕҮ 86 Тік + 45 + 100 50 05| 88 

ВЕҮ 87 Тік + 96 50 1,6 dP 

ВЕУ 88 тїк + 40 + 25 850 0,75 

ВЕҮ 90 Val + 30 + 50 1000 088 , Б 

BFY 91 Int + 45 60 0,421 κ, Я 

ВЕҮ 92 Int + 45 60 0.42 f 5 5 

ВЕУ 99 Sie + 65 + 1000 500 ор 8 

BLY 14 Val + 80 + 1000 190 0,02% 
























































Тур Нег- Ucpg,max ІС. шах 
steller іп V inmA 

BLY 15 Int 64 2000 
BLY 17 RTC 100 1000 
BLY 20 Val 45 2000 
BLY 21 Val + 70 + 2000 
ВГУ 22 Sie + 65 + 1500 
BLY 25 Fai +120 + 5000 
BLY 26 Fai +100 + 5000 
BLY 37 RTC + 45 + 3000 
ВГУ 72 Fai + 60*** +10000 
BLY 74 Fai + 65 + 1500 
BLY 80 тік + 40 - 1000 
BSW 10 Tfk 90 800 
BSWi11 Tfk 4- 25 + 200 
BSw12 тік 40 200 
В5У/19 тік -- 39 — 100 
BSW 72 Int — 40 — 500 
BSW 73 Int — 40 — 500 
BSW 74 Int — 75 — 500 
BSW 75 Int — τὸ — 500 
BSW 82 Int + 40 + 500 
BSW 83 Int 40 500 
BSW 84 Int + 75 + 500 
BSW 85 Int + 75 + 500 
BSW 88 Тік 35 200 
BSW 89 ТЕК 35 200 
BSX 19 Ба + 25 

В5Х 19 Val A0 500 
BSX 20 Val + 40 + 500 
BSX 21 Val +120 + 50 
BSY 22 Int + 40 + 1500 
BSX 23 Int 90 1500 
BSX 24 Int + 32 + 100 
BSX 25 Тік + 40 + 300 
BSX 26 Fai + 40 

BSX 27 Fai +15 

BSX 38 ТЕК + 35 + 200 
BSX 40 Іш — 80 -- 500 
В$Х 41 Int — 30 — 500 
В$Х 44 КТС + 15 + 200 
BSX 45 Sie + 40 + 1000 
BSX 46 Sie + 60 + 1000 
BSX 48 Sie + 50 + 600 
BSX 49 Sie + 60 + 600 
BSX 53 тк + 35 + 100 
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fr 
in MHz 


180 

70 
200 
200 
500 


500 
30 
450 


200 
400 
200 
300 


200 
200 
650 
400 
500 
60 
100 
100 
200 
50 
550 
>800 
200 
100 
150 
600 
60 
60 
400 
400 
200 


Rin 
іп grd/mW 


0,0131 
00011 
001 
0,011 
0,0154 
0,0083% 
0,0081 


0,001+ 
0,045 
0,014 
0,22 
1,6 
1,6 
0,6 
05 
0,5 
0,5 
05 
0,5 
05 
05 
0,5 
0,45 
0,45 
0,4 
0,48 
0,48 
0,5 
0,19 
0,19 
0,5 
0,48 
0,4 
0,58 
0,48 
0,25 
0,25 
0,5 
0,2 
0,2 
05 


` 05 


1,0 


Нег- 


steller 


+++++ + +++ ++ +++ + +++ +++ +++ + + +++ 
: d | 
ХЭ 





К+++++ ++ +++ BR B BR +++ 


| 
T 





шэн 


П 
Τ 





++ 


DEE ENEE EE EE ER 


Rth 


in grd/mW 


--------------------------- 


1,0 
0,68 
0,68 
0,68 
0,2 
02 
0,5 
05 
0,36 
0,35 
0,26 
0,9 
0,19 
0,19 
0,48 
0,45 
0,45 
0,22 
0,22 
95 
95 
05 
05 
0,48 
0,48 
0,22 
05 
95 
0,22 
0,22 
0,22 
0,22 
0,22 
0,22 
0,22 
0,22 
0,22 
0,22 
05 
0, 
05 
0,5 
95 
0,22 
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Тур Нег- UcB,max ІС,тах іт Rth 








steller іп V їп mA in MHz іп grd/mW 

BSY 72 Int + 25 + 30 170 0,5 
В5Ү 73 Int + 25 + 100 145 05 
BSY 74 Int + 25 + 100 170 0,5 
BSY 75 Int - 40 + 250 145 0,5 
В5Ү 76 Int + 40 + 250 170 0,5 
BSY 77 Int + 80 + 250 145 05 
BSY 78 Int + 80 + 250 170 0,5 
BSY 79 Int +120 + 30 100 0,5 
В5Ү 80 Int + 25 + 100 210 0,5 
BSY 81 Int + 40 + 1000 100 0,194 
BSY 82 Int + 40 + 1000 120 0,194 
BSY 83 Int + 80 + 1000 100 0,194 
BSY 84 Int + 80 — 1000 120 0,194 
BSY 85 Int +120 + 1000 110 0,194 
BSY 86 Int +120 + 1000 130 0,194 
BSY 87 Int +100 + 500 100 0,22 
BSY 88 Int +100 + 500 145 0,22 
BSY 89 Int +25 + 100 40 0,5 
BSY 90 Int + 60 + 500 170 0,22 
BSY 91 Тік + 40 - 300 50 0,22 
BSY 98 Тік + 60 + 300 50 0,22 
BSY 93 Tfk + 60 + 300 50 0,48 
BSY 95 A Int + 80 + 100 0,5 
BUY 12 Sie +210 +10000 11 0,00151 
ВОУ 18 Зе +120 +10000 1 0,00151 
BUY 14 Sie - 60 + 8000 11 0,0031 
BUY 16 Fai +150 +10000 0,00661 
BUY 17 Ка! +120 +10000 0,0066% 

ж ів 

ыг? 


*** UoE,max 
Т gegen Gehäuse gemessen (Кұһус) 


tt Чұвв)свтах 
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43. Halbleiter-Áquivalenzliste 


Tabelle 4.7. Halbleiterbauelemente- Àquivalenzliste 








Bauelement Äquivalenztyp Ort 
1N14 OA 90 11/33 
1 Ν 65 ОА 150 11/33 
1N 4151 BAY 94 

2 N 320 AC 105 II/44 
2 №321 АС 131 1144 
2 №377 АЅҮ 26 III/70 
2 N 895 ОС 46 

2 N 396 ОС 4 

2 N 697 BSY 51 1175 
2 Х 706 BSY 70 1175 
2 Х 708 В5Ү 19 111/75 
2 N 709 BSX 4 III/74 
2N 914 BSY 21 111/75 
2 N 915 ВЕҮ 27 111/73 
2 N 918 BFY 66 111/73 
2 N 1613 BFY 67 111/73 
2 N1711 BSY 54 III/75 
2 N 1890 BSY 88 III/76 
2 N 1893 ВЕ 109 11/51 
2 N 1889 BSY 87 III/76 
2 N2193 В5Ү 46 111/75 
2 N 2297 ВЕҮ 55 111/73 
2 N 2368 BSX 19 III/74 
2 N 8369 BSX 20 III/74 
2 N 2410 BSX 59 III/75 
9 N 8475 BSX 44 III/74 
2 N 3055 BDY 20 III/71 


2 N 8258 BSX 60 111/75 





5.  DDR-Halbleiterbauelemente 


Beim Ersatz von ausländischen Halbleiterbauelementen sind 
oft die wichtigsten Daten unserer eigenen Produkte erforder- 
lich, um den günstigsten Ersatztyp zu finden, der im speziellen 
Falle in seinen Daten dem zu ersetzenden Typ am nächsten 
kommt. Aus diesem Grunde enthalten Tabelle 5.1. und 
Tabelle 5.2. die Daten der Transistoren vom VEB Halbleiter- 
werk Frankfurt/Oder und die Halbleiterdioden vom VEB 
Werk für Fernsehelektronik. 

Diese Tabellen entstanden aus dem offiziellen Material unserer 
Halbleiterindustrie zum Zeitpunkt des Jahreswechsels 1968/69. 
Sie sagen nichts aus über Fertigungs- und Entwicklungsstand, 
Liefer- und Beschaffungsmöglichkeiten. Soweit bei den be- 
treffenden Bauelementen zum genannten Zeitpunkt noch 
keine Serienproduktion erfolgte, geben Tabelle 5.1. und 
Tabelle 5.2. die vorläufigen Daten wieder. 
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Bild5.1. 





Kollektor lie, А от behäuse 
Kollektor am Gehäuse 


OO 


Sockelschaltungen der DDR-Transistoren (s. Tabelle 5.2.) 
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29 Di 08 006 22 489 УО 
99 088 08 08 0001 08 €09 VO 
29 008 08 08 0001 от 709 VO 
99 008 08 08 0001 от 809 УО 
39 ост 08 а 0007 5 809 УО 
39 ост 08 а 0001 < 109 VO 
39 08 % 412У9 
89 08 CS 912У9 
25 08 % ст 219 
39 08 % TL 299 
99 0001 ος VOR 
25 08 008 0? ав V2 8 
99 979 VO 2194 эрд UEA зчовіуязія »501 VO 8 
99 989 VO 194 эрх ueq ASAJ 801 ҮЭ 
99 999 VO 194 эрх иазеа ASAJ 201 УӘ 
29 289 VO 19.9124 паува эчознзуа 901 v9 
99 929 VO 194 ala иэзе 242513213 €0T ҮЭ 
99 GOL VO 194 ala паува зчозілунотя ΤΟΙ vo 
29 489 VO 194 ala әзе 2425439213 801 VO 
99 699 VO 194 эрд иззеа 29551133313 801 v9 
39 559 VO 194 эрх цэуед| 24251133313 101 УЭ 
99 489 VO 199 91A пззеа SAJ 001 ҮЭ 
AUI UI vu αι vul ur vr ut АШ 
EHNEN хеш'А 4 хеш géi хеш“дү κει. хеш πῃ. ЧАТ 





зоццтрогд гаа 195 sno wopoipienojoH чер ueq “Рооцоард, 
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грам A IIM „ 





ος 
6% 
% 
ος 
01 
08 
от 


St 
€T 


€T 
Ч 
08 


098 
085 
ост 
СА 
ος 
сё 
08 
0? 
05 
05 
011 
08 
08 
09 
09 


с 


5888 


206 VO 
706 VO 
806 УО 
806 VO 
106 УО 
006 УО 
08: УО 
ТР VO 
18: ҮО 
08: ҮО 
20: VO 
989 ҮО 
889 VO 
999 ҮО 
$99 УО 
«ШС9УРО 
4438 V P O 
279 VO 
4999 VO 6 
$79 VO 
359 VO 
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тр дуб 914 поза gnjyssueuspouy пәшеѕшәшәЯ UIU uaqeu UPOLA € nz δια 5 УТРАУб C... I 
TI A VS эд цэзеа упчовиенарозем чәшевшәтшә9 пәшә uəqeq чәро ç nz stq IS ТР ХУ5 6--1 
OT A VS am мәуе 1 паццовиецәрошу пәшеєшәшәЯ пәшә uəqeq паро 6 nz 814 - УҰ0%АУ66---Т 
01 AVS 914 19151 gnigosueuopojeM uauresuraurag UIU uəqeq паро ç nz Sq - ρράνος...τ 
9T A VS эш чәҙе(і 15 98 АУ59:::2 
GT AVS эм цэс 5 88ХУ59--2 
ТАМ Эн ла Әтуцовцепәроҙем пәшевшәшәЗ пәшә подец 5 Meed 
BEA STE “4513931242528 autos] ш эрогд әзәзәл\ auro uauap ‘паров € nz 84 5 БЕЛ ҮЗ 92256 
СТ A VS Ам Used IS Sp АУ59:::2 
TI АУ5 мж пе IS 18 ХУВ 9-8 
ОТ A VS 91м пей IS 08 ХУ59--2 
OST 0€ %00 ος IS 0$ ХУ5 
әроруечәс 05% 008 το 08 16 9T AVS 
eporpyreuos 008 © ορ ет IS СТ AVS 
әротречәс 008 етт 2070 се IS РІ ANS 
eporpyreuos 008 GL 70‘0 с IS 81 AVS 
apop eys 05? 008 το ος :5 ΣΙ AVS 
эрогрз{ечэ5 008 STI L0'0 ος IS И AVS 
гротратецоє 008 GLT 509 ος 5 ОТ AVS 
eporpurunsqv һ69--:<% af ες IS зТЕТ VS 
эроршшцѕау Xt af 08 IS 505] VS 
eporpuruimsq y 106.326 «С 08 5 «621 VS 
eporpurunsqy 02 €g- OT 110 ca :5 881 У5 
eporpurumnsqv 064 598... 0Т то с IS 016 VO 
дш ш ушщ ул ut Au 
Запризмаэл хеше хеше хеше хеше [519χ51{ dÁI 
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тээцэглцэгэрд) 


тэүцэггцээГЭ 


хэуцэглцэгэрэ 


лозцопиоюоо 


IPPD 


эрогр5уеитедем 
әрогрѕјеџгъіеу 


9T AVS AM ueq 
9T ANS ммпэга 
Т АУ5 эм поуга 
€T AVS эгм пес 
TT AVS әл эе 
FT AVS 914 Π915 
ET AVS әл пәҙеСІ 
ET AVS AM ueq 
ST AVS 91Λ пес 
€T AVS әл пеува 


зләрәцәй эроуеу ләпәрпаддләл yur asppmıeed пәрләм 29 A VS pun ZE AVS ‘06 AVS uəporq ӘКІ 


008 

008 

008 

008 

008 

008 8.1 
008 8.1 
09 


Ka ος 
0? 


от 
от 
от 
or 
от 
от 
от 
900 


*0'0 
%00 


007 
008 
002 
001 
€ 
81 
8T 
02 


с 
08 


gni[osueuopouy пәшевшәшә® пәшә ποστ пороги € nz siq 
gnig?sueuapojey uəuresurəurə8 пәшә uəqeq ΠΘΡΟΙΩ͂ $ nz 814 
gnruəsueuəpouv uəuresurəurə8 пәшә пәдец ΠΘΡΟΙΩ͂ € nz 514 
σΏ[ΙΟΞΙΕΙΟΡΟΙΕΣΙ uomnresurauro? рәшә изаеч поро € nz $4 
gnriqosueuopouy пәшеѕшәџәЗ пәшә uəqeq ΠΘΡΟΙΩ͂ € nz 514 
gn[uosueuopojey пәтпевшәшәЗ пэшэ изаеч цэрок ç nz 614 
gnigosueuopouy пәшевшәшәй изиго цэдец перо € nz 54 
gnuosueuopojey ucuresurəurə8 пәшә падец порок є nz 514 
gnigosueuopouy пәтпевшәшәЗ пәшә изаеч ΠΘΡΟΙΩ͂ © nz 514 
gnigosueuopojey пәшевшәшә9 UIU изаеч пәрогт $ nz $4 


5 
15 
15 
15 
5 
5 
15 


550] AS 
556] AS 
«РОТ AS 
8881 AS 
550] AS 
566] AS 
8801 AS 
8181 AS 
«ТОТ AS 
506] AS 
5001 AS 
€T ZVS 
21 ZVS 
€9 AVS 
26 AVS 
0€ AVS 

VO дуб С... 
ЭР AVS 6. 
УАУ56: 
СЪ AVS 6: 
VTPAVSS- 
FPP AVS 6. 
У ЄРДУ5 6. 
БР ДУЅ Є: 
Vb AVS 6. 
SE AVSC- 





ҮЗ τη τη ҮЗ τι τι ҮЗ ҮЗ τη τε 
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15 202 AS 

19} ΠΟΠΠΟΙΘΙ5 002 091 001 15 188 AS 

15 108 AS 

Jayyatıyoraıy 002 ος. e 15 022 AS 

15 008 AS 

(порипазэл эгвецэг) шәр PU эропу эр ELT AS 514 121 AS eureduedÁT, зэр 194 ‘эрозем эр 151 541 AS 514 OLT AS әшәлиәйА ү, зэр rog) 

Jeyqoruorep (св) (9) 008 5 $21 AS 

IS 221 AS 

TND (сг) (8) 00F 5 ІШ АЗ 

IS 061 AS 

19} Π0ΠΠΠΟ915) (08) (6) 009 15 99T AS 

тэуцо1лцогэрэ (08) (е) 007 15 POT AS 

ззуцошцоїзі9 (08) (е) 002 15 291 AS 

зэуцэггцэтэрэ (09) (9) 08 15 091 AS 

(әѕпецәғ) ше эроцу эр 061 AS 514 081 AS әчәлиәйА L зэр 194 "ерозем зір 151 ОП AS 514 001 AS эцезизалт, зар pg) 

ззуцогічоюіо 008 от 0001 15 «081 AS 

15 501] AS 

зезцопчогіо 008 от 008 15 586] AS 

15 580] AS 

19}1911π|01915) 008 от 002 5 428155 

IS 4201 AS 

191ΠΟ[ΣΠ[Ο1915 008 от 009 5 927 AS 

15 5901 AS 

зэзцэгтцэтэрэ 008 от 006 15 «881 AS 
Mu UI үшш yr o Аш 

Зипрчэмлэд хешат хеш“ хешей хеш'яд- PHPH 441, 
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9porq-z-sdunjsre T 
эрок(-7-58шцяэл 
θΡοϊ1-Ζ-53ππ1519τ 
eporq-z-s3unjsieT 
eporq-z-s3unjsreT 
eporq-z-saunjsteT 
eporq-z-sdunjsieT 
eporq-z-s?unjsieT 
ΘΡΟΙΩ-Ζ-53πππ519τ 
грог 7-53 п5121 
eporq-z-ssunjsieT 


зэзцэггцэгэрэ 
зауцопцовію 
заццопцовід 
зезцончовію 
згуцончцовід 
зезцопчовіту 
зауцопцовід 
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(Г) 
(Т) 
«(РФ 
«(Ф 
sı(T) 
e) 
2113) 
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el 
elt) 
D 


uh 
στὸ 
sib 
ειν 
«б 
«б 
«б 
«б 
«в 
119 


‹ 
ст 


(овпецею ше opouy эр 062 AS 514 022 AS əutəzuədÁJ ләр од ‘эрозеМ эр 151 OTZ AS 514 002 AS эчетаА1, зэр rog) 


004 


004 


004 


004 


004 


081 


ост 


оет 


ост 


ост 


ост 


081 


086 


»190'8T IS 21675 
нот 5 TIS 75 
001 IS 018 ZS 

”©0)0'6 15 606 75 

"28% 5 806 75 
"б" IS 208 75 

не8'9 5 909 75 
"29 5 сс6 75 

DG 15 209 75 

мето 15 509 75 
«210 5 108 75 

0001 15 088 AS 
15 012 А5 
008 5 888 А6 
15 808 А6 
004 IS 188 AS 
IS 108 AS 
009 5 922 AS 
15 902 AS 
008 IS ezg AS 
15 cog AS 
00% 15 %22 AS 
15 #08 AS 
008 15 $88 AS 
15 808 AS 
002 15 888 AS 
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гроші 2 
грот 7 
гроші 2 
грот 7 
гроша 2 
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эрога-2 
эроа-2 
гроша 7 
эроа-2 
грош 7 
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nT6 
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ët Or 


м8%Т 
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тт/6т XZS 
01/61 XZS 
T'6/6T XZS 
88161 Х75 
Gier Х75 
8:9/61 Х25 
z'9/61 xzŠ 
90/61 XZS 
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0Т/8Т XZS 
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99/81 Х75 
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007 
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21602 ISA 
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9/008 ISA 
€/008 ISA, 
#/008 SA 
8/008 ISA 
2100 ASA 
1/0028 ISA 
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Zunuuedg-Z Эхэ yr 

yaqıyny гичо 3unjsteT gr 

ривузлгрілл-7 1919331 єт 

уш с = Zj 1q 3unuuedS-Z τι 

уш с = ZI rq ΡΙΕΙΞΙΘΡΙΛΛ:Ζ or 

3104э8 JıyayaFum пэрогд-7 чәчәцап чәр nz 3st эро этр “Funuuedssuonzesiigels κα 
пәугецҙиә 6961 пәЗојезеу пәр ur цәш зо , 








A€98— = Яп req , 

Ag — = да, 

АОГ-- На, 

ТН 68 = ріод urozjsgepuomp[ajyeuos z 

лот — = Ὦῃ req τ 

грон 7 02 21005 м<22 15 veloce VZ 

эроа-7 02 21661 »10 81 15 81/088 VZ 

грог 7 ocz 2106 бїт 15 71/068 VZ 

грона 7 055 «0» sp ët 15 211062 У2 

эроа-7 088 106 то"їТ 15 111086 VZ 

әроа-2 osz 2107 от 15 01/066 vZ 

әроа-2 068 168 "0% 15 61068 vz 

грог 7 088 5108 "0% 15 8/088 VZ 

эроа-7 088 2198 "04 15 1109 vz 

эро-7 068 10171 #109 15 9/06 VZ 
маш үшш уйщ Аш 

SunpuaA19A х®шгёА ү хеш xeu'y]- Ze "H TEIN ЧАТ, 
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Tabelle 5.2. Daten der Transistoren aus der DDR-Produktion (Stand 1969) 








Typ Осв,тах ІС,тах Rib fT,min “hnlicher Sockel іт 
іп V in mA in in MHz Typ Bild 5.1. 
grd/mW 
(grd[W) 

GC 100 — 15 — 5 1,0 1,0* СС 101 а 
GC 101 — 15 -- 15 1,0 1,0% СС 100 а 
СС 1021 — 15 — 50 0,5 6,0 СС 108 а 
GC 103+ - 9" — 15 0,5 1,2 GC100 а 
GC 1041 - 9** — 5 0,5 1,2 СС 101 а 
ας 1111 — 80%  — 125 0,43 0,2 СС 112 а 
ОС 118 - 80%  — 155 0,38 0,3 ОС111 а 
GC 115 — 20 — 150 0,43 0,5 СС 116 а 
ОС 116 — 20 — 150 0,38 0,75 СС 115 а 
ОС 117 — 25 — 150 0,38 12 СС 118 а 
GC 118 -- 83 -- 150 0,38 12 ОС117 а 
ОС 1201 -- 20 -- 150 0,43 0,5 СС 121 а 
СС 121 — 25 — 250 0,38 0,012*** СС 120 а 
GC 122 — 35 — 250 0,38 0,012*** GC123 а 
GC 123 — 70 — 250 0,38 0,012*** (СС 122) а 
СС 2161 -- 80 -- 100 0,67 05 СС 217 а 
СС 2171 — 20 — 100 0,67 0,5 GC 216 а 
СС 221% — 20 — 100 0,67 0,5 СС 216 а 
СС 223+ — 66 - 100 0,67 0,5 (СС 216) а 
GC 300+ — 20 — 500 0,075 0,01*** СС 301 а 
GC 301 — 32 — 500 0,075 0,01*** (GC 800) а 
GD 100 — 20 —1300 15) 0,06 GCii0 b 
GD 110 — 20 --1300 15) 0,1 Ср 120 b 
GD 120 — 88 —1300 15) 0,1 GD125 b 
СР 125 -- 66 —1300 15} 0,1 Ср 180 b 
GD 130 — 66 —1300 15) 0,1 Ср 125 b 
GD 150 — 20 --8000 7,5) 0,2 GD160 b 
GD 160 — 20 --8000 (7,5) 0,2 ΟΡΙΟ b 
GD 170 — 887 --8000 7,5) 0,2 Ср 175 b 
GD 175 — 50 --8000 7,5} 0,2 GD18 b 
GD180 — 66 --3000 (7,5) 0,2 (СО 175) b 
GD 1901 — 80 --1500 10) 0,35 60191 b 
GD 1911 - 40 --1500 10) 0,35 Ср 192 b 
GD 1921 -- 50 --1500 (10) 0,35 (GD 191) b 
GD 2001 — 80 — 6000 2) 0,2 60210 b 
GD 2101 — 60 --6000 2) 0,2 GD220 b 
GD 2207 -- 80 --6000 2) 0,2 (GD 210) b 
GD 240 — 30 — 3000 4) 0,45 GD241 b 
GD 241 — 40 --8000 4) 0,45 GD242 b 

b 





GD 242 — 50 --3000 4) 0,45 GD 243 
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Тур Ucp,max ІС,тах Rth Íp,min Ähnlicher Sockelim 
inV in mA in inMHz Typ Bild 5.1. 
grd/mW 
(gra/W) 
GD 243 — 65 — 8000 (4) 0,45 60244 b 
GD 244 — 75 --8000 (4) 0,45 (GD 344) b 
СЕ 100 15 — 18 0,5 3,0* СЕ 105 а 
СЕ 105 — 15 — 16 0,5 7,0% СЕ 120 а 
СЕ Int — 9** — 15 0,5 6,0 СЕ 121 а 
СЕ 120 — 25 - 10 0,6 10 GF121 ο 
ОЕ 121 — 85 — 10 0,6 25 СЕ 122 ο 
СЕ 122 — 85 -- 10 0,6 30 СЕ 122b ο 
СЕ 122 b 25 — 10 0,6 30 СЕ 125 ο 
СЕ 12541 — 25 — 10 0,6 30 СЕ 122 ο 
СЕ 126 — 25 — 10 0,6 1ї СЕ 127 ο 
ОЕ127) — 25 — 10 0,6 tt (75) | GF128 ο 
GF 128 — 25 - 10 0,6 100 СЕ 129 с 
СЕ 129+ — 25 — 10 0,6 Н 015) СЕ180 ο 
СЕ 130 — 25 - 10 0,6 Н (75) GF13 ο 
СЕ 181 — 95 — 10 0,6 Н 85) GF132 ο 
СЕ 182 — 25 — 10 0,6 Н (85)  СЕ131 с 
СЕ 139 — 25 -- 10 0,6 T СЕ 132 с 
СЕ 140} — 25 — το 0,56 150 СЕ d 
СЕМИ — 25 — 70 0,56 150 скі а 
GF 142} — 25 — 70 0,56 150 СЕ 140 а 
СЕ 1431 -- 25 — 70 0,56 300 (СЕ 146) 4 
СЕ 145 — 20 — 10 0,75 250 (СЕ 146) g 
СЕ 146 — 20 — 10 0,75 250 СЕ 145 g 
СЕ 180 — 25 - 10 0,6 T GF189 c 
GF 181 — 25 — 10 0,6 я GF181 ο 
GS 100} — 25 — 50 1,0 5,0 (GS 109) а 
GS 109 — 20 — 50 0,5 0811 а 
GS 111 — 20 — 200 0,5 08113 а 
GS 112 — 20 — 200 0,5 0811 а 
GS 121 — 30 — 100 0,38 05113 а 
GS 122 — 30 — 100 0,38 08121 а 
$С 100 — 10 — 50 0,42 0,8* SC 108 а 
SC 108 — 10 — 50 0,42 1,5* SC 104 а 
5С 104 — 10 - 50 0,42 3,0" 5С 106 а 
5С 106 — 10 — 50 0,42 SC 107 а 
SC 107 — 25 — 50 0,42 ($С 108) а 
5С 108 - 10 — 50 0,42 (5С 109) а 
SC 109 —9 — 50 0,42 SC 108 а 
5С 110 + 20 + 250 0,25 40 5011 а 
50111 + 30 + 200 0,25 60 ($С 112) а 
3С 112 + 20 + 100 0,25 60 SC 11 a 





Тур UcB,max ÍC,max Rih їт,тіп | Alnlicher Sockel in 


















































inV in mA in in MHz Typ Bild 5.1. 
erd/mW 
(gra/W) 
SC 206 4 30 + 100 0,5 300 SC 207 е 
5С 207 20 100 0,5 300 5С 206 е 
SF 1117 + 20 + 200 0,27 40 5Е 112 а 
SF 112+ + 30 + 200 0,27 40 SF 111 а 
SF 113+ + 60 + 200 0,27 40 SF 114 а 
SF 1141 +100 + 200 0,27 40 (SF 113) а 
SF 191 + 20 + 100 0,25 60 SF 122 d 
SF 122 + 33 + 100 0,25 60 SF 123 d 
SF 123 + 66 + 100 0,25 60 SF 127 d 
SF 126 40 500 0,25 60 SF 127 d 
SF 127 + 80 + 500 0,25 60 SF 128 d 
SF 128 +100 + 500 0,25 60 SF 129 d 
SF 129 120 500 0,25 60 (SF 128} а 
SF 131 + 20 + 50 0,5 200 SF 132 d 
SF 132 + 40 + 20 0,5 200 SF 126 а 
SF 136 + 20 + 200 0,5 300 SF 187 а 
5Е 187 40 200 0,5 800 (5Е 136) а 
SF 140 + 40 + 25 1,0 350 SF 137 ο 
ЗЕ 215 20 100 0,5 350 SF 916 е 
SF 216 + 20 + 100 05 350 SF 215 е 
SL 1117 + 30 + 400 (15) 40 SL 118 b 
SL 1131 + 60 + 400 ' (15) 40 SL 114 b 
SL 1147 +100 + 400 (15) 40 (SL 118) b 
55 101 — 8855 -- 50 0,42 0,6" 55 202 а 
55 102 — 66** — 50 0,42 0,3% (55 101} а 
55 106 25 200 ол 200 55 108 а 
55 108 + 40 + 200 0,5 300 (5$ 109) а 
$$ 109 20 200 0,5 200 55 108 а 
55 101 70 30 0,5 55111 а 
ss 111% 100 80 0,5 $5 112 а 
55 112+ 120 30 0,5 (58 111} а 
55 125 + 30 + 500 0,25 30 55 126 а 
55 126 + 60 + 500 0,25 30 (55 125} а 
55 200 + 70 + 30 05 55 201 e 
$5 201 +100 + 30 0,5 ss 202 е. 
55 202 +120 + 30 0,5 (55 201) е 
55 216 + 20 + 100 0,5 850 55 218 ο 
55 218 + 20 + 100 0,5 350 55 216 Се 





Die Liste basiert аш den Katalogen 1969 des VEB Halbleiterwerk Frankfurt/Oder 
und auf älteren Publikationen dieses Werkes. Dort, wo zwischen den Publikationen 
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widersprüchliche Angaben auftraten, wurde die jüngste Veröffentlichung zugrunde 
gelegt. Die Fußnoten bedeuten: 
ж їх 
** UcE,max 
AA {8 
Т nicht mehr in den Katalogen 1969 enthalten 
Tt wird nicht mehr angegeben 


Tabelle 5.3. MOSFET aus der DDR-Produktion, Stand 1969/70 





Typ Ups,max ID,max От Rth Ähnlicher Sockel im 
in V inmA шу in Typ Bild5.1. 
Egrd/mW 
SM 101 + 20 15 —15 1,25 5М 102 і 
SM 102 +20 15 —10 1,25 SM 101 f 
SM 103 +20 15 --12 0,6 5М 104 h 
SM 104 +20 15 —.8 0,16 SM 103 h 
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6. 


Bedeutung der in dieser Broschüre 
verwendeten Abkürzungen 


Kapazität bei UR = — 10V 
Kapazitätsvariation 
Kurzschlußgrenzfrequenz in Basisschaltung 
Kurzschlußgrenzfrequenz in Emitterschaltung 
größte Oszillatorfrequenz 

Transitfrequenz 

Anodenstrom 

Kollektorstrom 

Durchlaßstrom 

Heizfadenstrom 

Gatestrom 

Schirmgitterstrom 

Höckerstrom 


.Sperrstrom 


Talstrom 

Z-Strom 
Verstärkungsfaktor 
Verlustleistung 
Innenwiderstand 


Thermischer Widerstand Sperrschicht — Umgebung 


Thermischer Widerstand Sperrschicht — Gehäuse 
Z-Widerstand 

Anodenspannung 

Spannung zwischen Emitter und Kollektor 
Spannung zwischen Basis und Kollektor 
Heizfadenspannung 


Spannung im Durchlaßbereich mit Betrag des gleichen 


Stromes wie Ор 

Spannung zwischen Gate und Katpde 
Spannung zwischen Gitter 1 und Katode 
Spannung zwischen Gitter 2 und Katode 
Sperrspannung 

Talspannung 
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Uz Z-Spannung 
5 Steilheit 


Int Intermetall 

Fai SGS Fairchild 

RTC Radiotechnique-Coprim 
'Sie Siemens AG 

Tex Texas Instruments Ltd 
Tfk Telefunken AG 

Val Valvo GmbH 
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